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玖♦發明說明

【發明所屬之技術領域】

本發明是關於具有彩色畫像顯示功能的液晶顯示裝置

，尤其是關於主動（active ）型的液晶顯示裝置。

【先前技術】

近年來，隨著微細加工技術、液晶材料技術及高密度 

安裝技術等技術的進步，5至50 cm對角的液晶顯示裝置 

之電視畫像或各種畫像顯示機器在商用基礎（base）下被

大量提供。又 ,藉由在構成液晶面板之兩片玻璃基板的一

邊，預先形成 RGB的著色層，也比較容易實現彩色顯示

。尤其各畫素 內設有開關元件之所謂的主動式（active ）

液晶面板中， 信號間串訊（cross-talk ）較少、響應速度

也較快，保證得以獲致具有高對比値的畫像。

一般，這些液晶顯示裝置（液晶面板）是具有200至

1 200條之掃描線，3 00至1 600條左右之信號線之矩陣構 

成，近來，可對應顯示容量增大之大畫面化和高精細化正 

同時進行中。

第23圖是顯示液晶顯示面板的安裝狀態，利用COG

（Chip-On-Glass ）方式或 TCP （ Tape - Carrier - Package）

方式等安裝手段，將電信號供給至畫像顯示部。該 COG

方式，是使用導電性黏著劑，連接用以將驅動信號供給至

掃描線電極端子群5的半導體積體電路晶片3,而該掃描

線電極端子群5乃形成於構成液晶面板1 一邊的透明性絕
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緣基板例如玻璃基板2上。該 TCP方式，是以聚醯亞胺

系樹脂薄膜爲基底，利用含導電性媒介之適當黏著劑，將

具有金或鍍錦錫銅箔端子的TCP薄膜4，壓接於信號線的

電極端子群6而固定。此處，爲了方面說明，同時圖示了

兩種安裝方式，而實際上適當選擇任一種方式即可。

用來連接位於液晶面板1大致中央部之畫像顯示部內 

的畫素、和掃描線及信號線之電極端子5、6間的配線路 

是7、8，不一定要使用與電極端子群5、6相同的導電材 

來構成。9是在相對面上具有所有液晶晶胞共通之透明導 

電性對向電極之另一片透明性絕緣基板之對向玻璃基板或 

彩色濾光片。

第24圖是表示將絕緣閘極型電晶體10配置於各畫素 

作爲開關元件之主動式液晶顯示裝置的等效電路圖，11 （ 

第23圖是7 ）是掃描線、12（第23圖是8 ）是信號線、 

13是液晶晶胞，而液晶晶胞13係作爲電容元件來處理。

實線所描繪之元件類是形成於構成液晶面板之一片玻璃基 

板2上，虛線所描繪之與所有液晶晶胞12共通的對向電 

極14則形成於另一片玻璃基板9的相對主面上。在絕緣 

閘極型電晶體10之OFF電阻或液晶晶胞13之電阻較低 

時、或重視顯示畫像之灰階性時，可設法增加電路設置， 

即將輔助儲存電容15與液晶晶胞13並聯而增設，而該輔 

助儲存電容15可增加作爲負載之液晶晶胞13的時間常數 

。此外，1 6是儲存電容1 5的共通母線。

第25圖是液晶顯示裝置之畫像顯示部的主要部位剖
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面圖，構成液晶面板1的兩片玻璃基板2、9，是藉由樹

脂性纖維、粒子或形成於彩色濾光片9上之支柱狀間隔片

等間隔材（未圖示），隔著數μπι左右的特定間隔而形成

，並且，其間隙（gap）在玻璃基板9的周緣部，乃形成 

被有機性樹脂所構成之密封材及/或封口材（任一者皆未 

圖示）密封的密閉空間，而在該密閉空間中塡充液晶17 

ο

因爲實現彩色顯示時，是在玻璃基板9的密閉空間側

，被覆稱爲著色層18之含有染料或顏料的任一者或兩者 

之厚度1至2 μ m左右的有機薄膜，以賦予顏色顯示的功 

能，所以此時，玻璃基板9又可稱爲彩色濾光片（Color 

Filter簡稱爲CF ）。而且，按液晶材料1 7的性質，而在 

玻璃基板9的上面或玻璃基板2的下面之任一面或兩面上 

黏貼偏光板19，使液晶面板1具有電光學元件的功能。 

目前，市面上販售的大部分液晶面板，都是在液晶材料上 

使用 TN （ twist nematic ）系的構造，因此一般需要兩片 

偏光板。雖然圖中未表示，然而在透過型液晶面板，乃配 

置有背面光源作爲光源，由下方照射白色光。

與液晶17接觸而形成於兩片玻璃基板2、9上之例如 

厚度0.1pm左右的聚醯亞胺系樹脂薄膜20，是用以令液 

晶分子配向於特定方向的配向膜。21是用以連接絕緣閘 

極型電晶體10之汲極與透明導電性畫素電極22之汲極電 

極（配線），多半與信號線（源極線）12同時形成。位 

於信號線12和汲極電極2 1之間的是半導體層23，而該

-6・



1300873
（4）

半導體層23之後會詳細說明。在彩色濾光片9上，形成

於著色層18交界之厚度0.1/ζιη左右的Cr薄膜層24，是

用來防止外部光入射至半導體層23和掃描線11及信號線

12的光遮蔽構件，這就是習用之黑色矩陣（Black Matrix

，簡稱BM ）技術。

於此，說明有關作爲開關元件之絕緣閘極型電晶體的 

構造和製造方法。目前常用的絕緣閘極型電晶體有兩種， 

以其中一種稱爲通道蝕刻型者作爲習知例而予以介紹。藉 

由乾式蝕刻技術的導入，當初需要使用八道左右的光罩 ， 

目前減少爲五道5這對於製程成本（process cost ）的降 

低有相當大的助益。第26圖是構成習知液晶面板之主動 

式基板（顯示裝置用半導體裝置）的單位畫素平面圖。於 

第26圖表示第27圖（e）之A-A‘ 、B— B'及C — 

C'線的剖面圖，以下簡單說明其製造工程。

首先，如第26圖（a）和第27圖（a）所示，在厚度 

0.5至1.1//Π1左右的玻璃基板2，例如康寧公司製・商品 

名1737的一主面上，使用SPT （濺鍍）等真空製膜裝置 

，被覆膜厚0.1至0・3//m左右的第一金屬層，作爲耐熱 

性、耐藥品性和透明性高的絕緣性基板，且利用微細加工 

技術，選擇性地形成兼作閘極電極1 1A的掃描線11和儲 

存電容線1 6。就掃描線材質而言，綜合考慮耐熱性、耐 

藥品性、耐氫氟酸性和導電性後，一般選擇使用 Cr > Ta 

、MoW合金等耐熱性高的金屬或合金。

爲了因應液晶面板的大畫面化和高精細化，降低掃描
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線的電阻値，使用 A1 （鋁）作爲掃描線的材料是合理的

，但由於 A1的單體耐熱性低，所以目前採用的技術是積

層上述耐熱金屬之Cr、Ta、Μ ο或這些的矽化物，或者，

在Α1表面，利用陽極氧化附加氧化層（Α12Ο3 ）。也就是

說，掃描線11是由一層以上的金屬層所構成。

而且，在玻璃基板2的整面上，使用PCVD （電漿化 

學氣相沉積）裝置，例如分別以 0.3 “ m、0.05 μ m、0.1 

“m左右的膜厚，依序被覆三種薄膜層：作爲閘極絕緣層 

的第一 SiNx （氮化矽）層30 :和作爲幾乎不含雜質之絕 

緣閘極型電晶體通道的第一非晶質矽（a — Si）層31 ；和 

作爲保護通道的絕緣層的第二SiNx層32，並且如第26 

圖（b ）和第2 7圖（b ）所示，利用微細加工技術，選擇 

性地殘留閘極電極11A上的第二SiNx層32，使其寬幅比 

閘極電極11A更細而形成32D，露出第一非晶質矽層31

ο

接著，同樣使用PCVD裝置，以例如0.05 “ m左右的 

膜厚，整面被覆含雜質例如磷之第二非晶質矽層33後， 

如第26圖（c ）和第27圖（c ）所示，使用SPT等真空製 

膜裝置，依序被覆：膜厚0.1 “ m左右的例如Ti、Cr > Mo 

等薄膜層34作爲耐熱金屬層、膜厚0・3“m左右的例如 

A1薄膜層35作爲低電阻配線層、膜厚0 · 1 “ m左右的例 

女口 Ti薄膜層36作爲中間導電層，而且，利用微細加工技 

術，選擇性地形成：由作爲源極•汲極配線材之這三種薄 

膜34A、35A、36A的積層所構成的絕緣閘極型電晶體的
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汲極電極2 1、和兼作源極電極的信號線1 2。該選擇性圖

案的形成方式，是以源極·汲極配線形成時所使用的感光

性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻Ti薄膜層36、A1薄膜層

35、T i薄膜層34後，去除源極·汲極電極12、21間的 

第二非晶質矽層33 而露出第二SiNx層32D，同時亦於 

其它區域去除第一非晶質矽層31，而露岀閘極絕緣層30

。如上所述，因爲具有作爲通道保護層之第二 SiNx層

3 2D，故第二非晶質矽層33的蝕刻會自動結束，所以該 

製法即稱爲蝕刻終止法。

以絕緣閘極型電晶體不會形成偏置構造之方式，使源 

極•汲極電極12、2 1與蝕刻終止層32D在平面上呈部分 

（數μηι ）重疊。由於該重疊部分在電性上具有寄生電容

的作用，故愈小愈好，但因爲是由曝光機的對準精度、光 

罩的精度和玻璃基板的膨脹係數及曝光時的玻璃基板溫度 

所決定，故實際的數値頂多2 ii m左右。

再者，去除上述感光性樹脂圖案後，與閘極絕緣層同 

樣地，使用PCVD裝置，在玻璃基板2的整面，被覆膜厚 

0.3 μ. in左右的SiNx層作爲透明性絕緣層，而形成鈍化絕 

緣層37，然後，如第26圖（d ）和第27圖（d ）所示， 

利用微細加工技術，選擇性地去除鈍化絕緣層3 7，形成

:開口部62位於汲極電極21上；和開口部63位於畫像 

顯示部以外的區域且形成有掃描線1 1之電極端子5的位 

置上；和開口部64位於形成有信號線1 2之電極端子6的 

部位，而露出汲極電極21和掃描線11和部分信號線12

-9 -
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。在儲存電容線16（平行綁束的圖案電極）上形 

部65，而露出部分儲存電容線16。

最後，使用SPT等真空製膜裝置，被覆例如

I n d i um - T i n・O x i d e ）或 IZO （ Indium ・ Z i n c ・ Ο x i d e ）

26圖（e ）和第27圖（e ）所示，利用微細加工技

開口部62地在鈍化絕緣層37上選擇性地形成畫

22，而完成主動式基板2 ο

分掃描線11設爲電極端子

信號線12設爲電極端子6

、6 4地在鈍化絕緣層3 7上

的電極端子5Α、6Α，—般

亦可將開口部63內露

5 將開口部64內露出 

，亦可如圖所示，含開I 

，選擇性地形成由ΙΤΟ 

，連接電極端子5Α、6

透明導電性短路線40也會同時形成。此處雖未圖

而，之所以如此是因爲將電極端子5Α、6Α和短

間形成爲細長的線（stripe ）狀，可高電阻化而形

對策用高電阻之故。同樣地，可含開口部65地形

電容線16的電極端子。

信號線12的配線電阻不會造成問題時，就不

使用由A1構成的低電阻配線層35，此時，若選擇

、Mo等耐熱金屬材料的話，可將源極・汲極配線 

單層化、簡化。藉此構成，源極・汲極配線使用耐 

層，來確保與第二非晶質矽層電性連接是很重要的

，關於絕緣閘極型電晶體的耐熱性，則詳細記載於 

之日本特開平7-743 68號公報。此外，第26圖（c 

儲存電容線16和汲極電極21，中介著閘極絕緣層

成開口

ITO （

,如第 

術，含 

素電極 

出的部 

的部分 

1部63 

所構成 

'間的 

示，然 

r線40 

成靜電 

成儲存 

一定要

Cr、Ta 

1 2 ' 21 

熱金屬

，另外 

習知例 

）中?

30呈
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平面重疊的區域50（右下斜線部），係形成有儲存電容

15，但是，在此省略其詳細的說明。

上述五道光罩製程是半導體層之島化工程的合理化、 

和形成接觸工程減少一次所獲得的結果，此處省略說明其 

詳細的原委。當初，需要使用七至八道光罩左右，可藉由 

乾蝕刻技術的導入，目前減少爲五道，這對於製程成本的 

降低有相當大的助益。爲了降低液晶顯示裝置的生產成本 

，有效的方式是降低主動式基板之製作工程中的製程成本 

，再者，降低面板組裝工程和模組安裝工程中的構件成本 

，此乃爲眾所週知的開發目標。此外，爲了降低製程成本 

，例如有使製程變少之工程數減少、廉價製程開發或製程 

的置換等方式，此處例舉以四道光罩製得主動式基板的四 

道光罩製程，來說明工程的減少。四道光罩製程係藉由半 

色調曝光技術的導入，來減少照相蝕刻工程，第28圖是 

對應於四道光罩製程之主動式基板的單位畫素平面圖，於 

第28圖表示第29圖（e）之A— A" 、B — B 及C — C 

線的剖面圖。如上所述，目前較常使用的絕緣型電晶體有 

兩種，在此採用的是通道蝕刻型的絕緣閘極型電晶體。

首先，與五道光罩製程同樣地，在玻璃基板2的一主 

面上，使用SPT等真空製膜裝置，被覆膜厚0.1至0.3“ 

m左右的第一金屬層，接著，如第28圖（a）和第29圖

（a ）所示，利用微細加工技術，選擇性地形成兼作閘極 

電極1 1 A的掃描線1 1和儲存電容線16。

其次，在玻璃基板2的整面，使用PCVD （電漿化學

・11・
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氣相沉積)裝置，例如分別以0.3“ m、0.2/z m、0.05

“ ΙΏ左右的膜厚，依序被覆三種薄膜層：作爲閘極絕緣層 

之SiNx層30、作爲幾乎不含雜質之絕緣閘極型電晶體通 

道的第一非晶質矽層31、作爲含雜質之絕緣閘極型電晶 

體之源極•汲極的第二非晶質矽層33。接著，使用SPT 

等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚0.1〃 m左右的例如 Ti 

薄膜層34作爲耐熱金屬層；和膜厚0.3“ m左右的 A1薄 

膜層35作爲低電阻配線層；和膜厚 0.1/zm左右的例如 

Ti薄膜層36作爲中間導電層，亦即，依序被覆源極•汲 

極配線材。利用微細加工技術，選擇性地形成絕緣閘極型 

電晶體的汲極電極 21、和兼作源極電極的信號線12，而 

該選擇圖案形成時，最大特徵係如第28圖(b)和第29 

圖(b)所示，形成在源極•汲極間之通道形成區域80B

(斜線部)的膜厚例如爲1・5 “ m，比源極・汲極配線形 

成區域 80A ( 12 ) 、80A(21 )的膜厚 3 fi m更薄的感光

性樹脂圖案80A、80B ο

由於此種感光性樹脂圖案80Α、80Β在液晶顯示裝置 

用基板的製作中，一般使用正性感光性樹脂，所以源極・ 

汲極配線形成區域80Α爲黑色，即形成Cr薄膜；通道區 

域80B爲灰色，即形成例如寬度0.5至1 “ m左右之線/ 

間距(line and space )的Cr圖案；其它區域爲白色，即 

使用去除 Cr薄膜的光罩即可。由於灰色區域，曝光機的 

解析度不足，故線/間距(line and space )無法被解析， 

可使發自光源的光罩照射光透過一半左右，因此依據正感
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光性樹脂的殘膜特性，可獲致具有第29圖（b ）所示之剖

面形狀的感光性樹脂圖案80A、80B ο

以上述感光性樹脂圖案80Α、80Β作爲遮罩，如第29 

圖（b）所示地依序蝕刻：Ti薄膜層36、A1薄膜層35、 

Ti薄膜層34、第二非晶質矽層33及第一非晶質矽層31

，而露出閘極絕緣層30後，如第28圖（c）和第29圖（ 

c ）所示，利用氧電漿等灰化手段，令感光性樹脂圖案 

80A、80B的膜厚，減少例如從3“πί減少1.5“ m以上時

，感光性樹脂圖案80B消失，而露出通道區域，同時僅可 

在源極•汲極配線形成區域上殘留80C （ 12 ） > 80C （ 21

）。在此，以膜厚減少的感光性樹脂圖案80C （ 12 ）、 

80C （ 21 ）作爲遮罩，再依序蝕刻源極·汲極配線間（通 

道形成區域）的Ti薄膜層、A1薄膜層、Ti薄膜層、第二 

非晶質矽層33A及第一非晶質矽層31A，使第一非晶質矽 

層31A殘留約0.05至0・l//m左右。此外，爲了抑制上述 

氧電漿處理時圖案尺寸產生變化，故以加強異向性爲佳， 

其理由於後詳述。

再者，去除上述感光性樹脂圖案80C （ 12 ） 、80C （

21 ）後，與五道光罩製程同樣地，如第2 8圖（d ）和第 

29圖（d）所示地，在玻璃基板2整面，被覆0・3“πι左 

右膜厚的SiNx層作爲透明性絕緣層，而形成鈍化絕緣層 

37，在形成汲極電極21和掃描線11和信號線12之電極 

端子的區域上，分別形成開口部 62、63、64，接著，去 

除開口部63內的鈍化絕緣層37和閘極絕緣層30，而露

・13・
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出部分掃描線11，同時去除開口部62、64內的鈍化絕緣

層37，而露出部分汲極電極21和部分信號線。

最後，使用SPT等真空製膜裝置，被覆例如ITO或 

IZO，作爲膜厚0.1至0.2pm左右的透明導電層，如第28 

圖(e )和第2 9圖(e )所示，利用微細加工技術，在鈍 

化絕緣層37 ±，含開口部62地選擇性形成透明導電性畫 

素電極22，而完成主動式基板2 ο關於電極端子，在此係 

於鈍化絕緣層37上，含開口部63、64而選擇性地形成由 

ΙΤΟ構成的透明導電性電極端子5Α、6Α ο

【發明內容】

［發明所欲解決之課題］

藉此構成，由於在五道光罩製程和四道光罩製程中， 

對於汲極電極21和掃描線11的形成接觸工程是同時完成 

的，故與此等對應之開口部 62、63內的絕緣層厚度和種 

類是不同的。鈍化絕緣層37相較於閘極絕緣層30，製膜 

溫度較低且膜質較低劣，利用氫氟酸系蝕刻液施行蝕刻時

，兩者的蝕刻速度分別爲數1 000Α/分、數100Α/分， 

相差一位數，而且，由於汲極電極21上之開口部62的剖 

面形狀，在上部發生過度蝕刻而無法控制孔徑的理由，所 

以採使用氟系氣體的乾式蝕刻(dry-etch )。

即使採用乾蝕刻時，由於汲極電極21上的開口部62

僅爲鈍化絕緣層3 7，所以與掃描線1 1上的開口部63相

比較，無法避免過度蝕刻，而依照材質之不同，有時會有
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中間導電層36A因蝕刻氣體而導致膜厚減少的情形。又

，一般而言，蝕刻結束後，欲去除感光性樹脂圖案時，首 

先爲了去除氟化表面的聚合物，故利用氧電漿灰化，將感 

光性樹脂圖案的表面，減少 0.1至 0.3 “ m左右，然後， 

再使用有機剝離液，例如東京應化工業株氏會社製的剝離 

液106，進行藥液處理。而當中間導電層3 6A的膜厚減少

，呈露出基底鋁層35A的狀態時，利用氧電漿灰化處理

，在鋁層35A的表面形成作爲絕緣體之A12O3，使其與畫 

素電極22間無法獲得歐姆接觸。在此，亦可將膜厚設爲 

例如0.2 “ m，使中間導電層36A膜厚減少，即可避免此 

問題發生。或者，開口部62至65形成時，去除鋁層35A

，露出作爲基底耐熱金屬層之Ti薄膜層3 4A後，再形成 

畫素電極22亦是解決對策，而此時具有從最初即不需要 

中間導電層36A的優點。

然而，以前者的對策而言，當這些薄膜之膜厚的面內 

均勻性不良時，此配合不一定可有效地發揮作用，此外， 

當蝕刻速度的面內均勻性不良時，也是完全同樣的情形。 

後者的對策雖可不需要中間導電層36A，但是，會增加鋁 

層3 5 A的去除工程，此外，當開口部62的剖面控制不充 

足時，恐怕會有畫素電極22發生斷裂之虞。

再加上，通道蝕刻型的絕緣閘極型電晶體中，通道區 

域之不含雜質的第一非晶質矽層31，沒有事先被覆較厚 

的厚度(一般爲0・2“m以上)時，會對玻璃基板的面內 

的均勻性產生很大的影響，電晶體特性特別是 OFF電流

-15-
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容易發生不一致的現象。這點

發生狀況的影響很大，從生產

要的事項。

再者，由於適用於四道光 

選擇性地去除源極·汲極配線 

線材和含雜質的半導體層，所 

閘極型電晶體之ON特性之通 

至6 μ m ）的工程。由於該通 

型電晶體的ON電流値產生大 

嚴謹的製造管理。然而，現狀 

區域的圖案尺寸，乃受到曝光 

精度，尤其是線/間距尺寸） 

感光性樹脂的顯影處理、以及 

厚減少量等諸多參數的影響， 

性，所以不一定可以在良率高 

較以往更加嚴格的製造管理 ， 

成度。特別是通道長度爲6 “ 

厚的減少，對圖案尺寸產生的

本發明是有鑒於相關現狀 

避免以往五道光罩製程或四道 

時產生的不良情況，藉由採用 

的半色調曝光技術，來實現製 

現液晶面板的低價格化，因應 

更少的製造工程數，而藉由附

受到PCVD的運轉率和粒子 

成本觀點來看，也是非常重 

罩製程的通道形成工程，是

12、21間的源極·汲極配 

以是用來決定大幅左右絕緣 

道長度（目前的量產品是4 

道長度的變動會使絕緣閘極 

幅變化，所以一般都會要求 

是通道長度亦即半色調曝光 

量（光源強度和光罩的圖案

、感光性樹脂的塗布厚度、 

該蝕刻工程之感光性樹脂膜 

再加上此等諸量的面內均勻 

且穩定的狀態生產，必須有 

因此不能說已達高水準的完 

m以下時，隨著光阻圖案膜 

影響很大的傾向更爲明顯。 

而發明的，其目的不僅在於 

光罩製程，共同在形成接觸 

製造餘裕度（maTgin）較大 

造工程的減少。此外，要實 

需求的增加，必須刻意追求 

加於其它主要製造工程的簡

-16-
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略化或低成本化的技術，得以更爲提高本發明的價値。

［用以解決課題之手段］

本發明中，首先採用將半色調曝光技術，適用在圖案 

精度管理容易施行的蝕刻終止層的形成工程與掃描線的形 

成工程，以實現製造工程的減少。其次，爲了僅將源極· 

汲極配線有效地鈍化，融合習知技術之日本特開平第 

2-21612號公報所揭示，在由鋁所構成的源極・汲極配線 

的表面，形成絕緣層之陽極氧化技術，以實現工程的合理 

化和低溫化。再者，於習知技術之日本特開平第

5 -2 68 726號公報所揭示，將畫素電極形成工程合理化的 

構成適用於本發明。又，爲了進一步減少工程，源極・汲 

極配線的陽極氧化層形成亦適用半色調曝光技術，以將電 

極端子的保護層形成工程合理化。

申請專利範圍第1項所記載的底部閘極型的絕緣閘極 

型電晶體，其特徵爲：在絕緣基板的主面上形成閘極電極 

，在上述閘極電極的側面形成絕緣層，同時在上述閘極電 

極上形一層以上的閘極絕緣層和不含雜質的第一半導體層 

，在上述第一半導體層上，形成寬幅比上述閘極電極還細 

的保護絕緣層，在上述部分保護絕緣層上和第一半導體層 

上和絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一層以 

上的金屬層所積層而構成的源極•汲極配線；藉由此構成 

，使用半色調曝光技術，可用一道光罩來處理閘極電極的 

形成工程、和通道保護層的形成工程。閘極電極的側面的

-
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專 利 範 圍 第 3 項 所 記 載 的 絕 緣 閘 極 型 電 晶 體

極 是 由 可 陽 極 氧 化 的 金 屬 層 所 構 成 且 絕 緣

層 爲 其 特 徵 的 蝕 刻 終 止 型 的 絕 緣 閘 極 型 電 晶
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絕緣層可選擇無機材質與有機材質等兩種，將以申請專利

範圍第2、3項來做說明。

申請專利範圍第2項所記載的絕緣閘極型電晶體，是 

以絕緣層爲有機絕緣層爲其特徵之蝕刻終止型的絕緣閘極 

型電晶體，不受限於閘極電極的材質而可應用至液晶顯示 

裝置。與液晶顯示裝置的關係，在申請專利範圍第5、6

、7、8、9、10、11、12 和 13 項，以及第一、第二、第 

三、第四、第五、第六、第七、第八和第九實施例就很明 

確。

中m

以閘極電

陽極氧化

與液晶顯

11、 12、

八、第九

tfa S'=fe
甲sra

以閘極電

緣層是有機絕緣層爲其特徵之蝕刻終止型之絕緣閘極型電 

晶體，藉此構成，用一道光罩來形成閘極電極(掃描線) 

與畫素電極，實現工程的削減。與液晶顯示裝置的關係， 

在申請專利範圍第7、8和9項，以及第三、四和五實施 

例明確說明。

申請專利範圍第5項所記載的液晶顯示裝置，係於在

一主面上至少具有：絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘

示 裝 置 的 關 係 在 申 請 專 利 範 圍 第 5、 6 1 0

1 3 和:1 4 項 以 及 第 一 > 第 二 第
7弋

第 七 第

第 十 實 施 例 明 確 說 明 ο

利 範 圍 第 4 項 所 記 載 的 絕 緣 閘 極 型 電 晶 體 係

極 是 由 透 明 導 電 層 與 金 屬 層 的 積 層 所 構 成 9 且 絕
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極型電晶體之閘極電極之掃描線、兼作源極配線之信號線

、連接於汲極配線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二

維矩陣狀的第一透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕

緣基板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡

充液晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，形成有由一 

層以上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描 

線，

在閘極電極上，形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上，形成寬幅比閘極電極還細的 

保護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，

在上述部分保護絕緣層上、第一半導體層上以及第一 

透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一層 

以上可陽極氧化之金屬層的積層所構成的源極(信號線)

・汲極配線、和包含上述開口部周邊之第一半導體層與第 

二半導體層與一層以上可陽極氧化之金屬層的積層所構成 

的掃描線的電極端子，

在上述汲極配線上之一部分上與第一透明性絕緣基板 

上，形成透明導電性的畫素電極、和在畫像顯示部以外的 

區域於信號線上形成透明導電性的電極端子，

除了上述汲極配線之與畫素電極重疊的區域與信號線

-19·
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的電極端子的區域以外，在源極・汲極配線的表面，形成

陽極氧化層。

藉此構成，閘極絕緣層是以與掃描線同樣的圖案寬度 

形成的，在掃描線的側面被提供閘極絕緣層以外的絕緣層 

，掃描線與信號線的交叉因而成爲可能。此乃共通於本發 

明之構造特徵。而且，在源極・汲極間的通道上形成保護 

絕緣層，用來保護通道，同時在信號線和汲極配線的表面 

形成屬於絕緣性的陽極氧化層的五氧化鉅（TazCh）或是 

氧化鋁（A12O3 ），以賦予鈍化功能，故不需將鈍化絕緣 

層被覆於玻璃基板的整面，且絕緣閘極型電晶體的耐熱性 

不會產生問題。於是，可獲致具有透明導電性之電極端子 

的TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第6項所記載的液晶顯示裝置，同樣的 

在第一透明性絕緣基板的一主面上，形成由一層以上的第 

一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線 ，

在閘極電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質 

的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分與第一半導體層上與第一 

透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一層 

以上之第二金屬層的積層所構成的源極（信號線）•汲極 

配線，

在上述汲極配線上與畫像顯示部以外的區域，於上述
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第一透明性絕緣基板上形成在掃描線與信號線的電極端子

形成區域上具有開口部的透明絕緣層，

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層

包含上述汲極配線上的開口部，而在透明絕緣層上形 

成透明導電性的畫素電極爲其特徵。

藉此構成，與習知例同樣地，由於對鈍化絕緣層的開 

口部形成工程，可兼作對掃描線之電性連接的連接形成工 

程，製造工程減少，故能用四道光罩來製作TN型的液晶 

顯示裝置。而在作爲透明絕緣層之鈍化絕緣層採用厚的透 

明樹脂層時，可得到開口率高的TN型的液晶顯示裝置。

申請專利範圍第7項所記載的液晶顯示裝置，同樣的 

在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由透明導電層與第 

一金屬層的積層所構成且其側面具有絕緣層的掃描線、和 

透明導電性的畫素電極與信號線的電極端子 ，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，而於上述開口部內露出作爲掃描線的電極端 

子的透明導電層，

在上述保護絕緣層之一部分上與第一半導體層上與第

一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第·二半導體層與一
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層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線(信號線)

、和在上述信號線的電極端子的一部上形成由一層以上的 

第二金屬層所構成的上述源極配線的一部分、和在上述部 

分保護絕緣層的一部分上、和第一半導體層上及第一透明 

性絕緣基板上形成由含雜質的第二半導體層與一層以上的 

第二金屬層的積層所構成的汲極配線、和在上述部分畫素 

電極上形成由一層以上的第一金屬層所構成的上述汲極配 

線的一部分，

在上述源極・汲極配線上形成感光性有機絕緣層爲其 

特徵。

藉此構成，由於在源極·汲極間的通道上形成保護絕 

緣層來保護通道，同時在源極·汲極配線的表面形成感光 

性有機絕緣層，以賦予鈍化功能，故不需將鈍化絕緣層被 

覆於玻璃基板的整面，且絕緣閘極型電晶體的耐熱性不會 

產生問題。於是，可獲致具有透明導電性電極端子的 TN 

型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第8項所記載的液晶顯示裝置，同樣在 

第一透明性絕緣基板的一主面上形成由透明導電層與第一 

金屬層的積層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與透 

明導電性的畫素電極，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保

護絕緣層，
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在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層

形成開口部，並在上述開口部內露出透明導電層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上以及 

第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與 

一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信號線 

）；和在上述部分保護絕緣層之一部分上、第二半導體層 

上以及第一透明性絕緣基板上形成由含雜質的第二半導體 

層與一層以上的第二金屬層的積層所構成的汲極配線；和 

在上述畫素電極之一部分上形成由一層以上的第二金屬層 

所構成的上述汲極配線之一部分；和包括上述開口部周邊 

的第一半導體層、第二半導體層以及上述開口部內的透明 

導電層形成由第二金屬層所構成的掃描線的電極端子；和 

在畫像顯示部以外的區域由部分信號線所構成的信號線的 

電極端子，

除了上述信號線的電極端子上以外，在信號線上形成 

有感光性有機絕緣層爲其特徵。

藉此構成，在源極・汲極間的通道上，形成保護絕緣 

層以保護通道，同時在信號線（源極配線）的表面，形成 

感光性有機絕緣層，以賦予鈍化功能，可獲得與申請專利 

範圍第7項所記載的液晶顯示裝置相同的效果。而且可獲 

得具有與信號線相同金屬性的電極端子的TN型液晶顯示 

裝置。

申請專利範圍第9項所記載的液晶顯示裝置，同樣在

第一透明性絕緣基板的一主面上，形成由透明導電層與第
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一金屬層的積層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與

透明導電位的畫素電極，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成有寬幅比閘極電極還細的 

保護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，並在上述開口部內露出透明導電層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上以及 

第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與 

一層以上的可陽極氧化的金屬層的積層所構成的源極配線 

(信號線)；和在上述部分保護絕緣層上、第一半導體層 

上及第一透明性絕緣基板上形成由含雜質的第二半導體層 

與一層以上的可陽極氧化的金屬層的積層所構成的汲極配 

線；和在上述畫素電極之一部分上形成由可陽極氧化的金 

屬層所構成的上述汲極配線之一部分；和包括上述開口部 

周邊的第一半導體層、第二半導體層與上述開口部內的透 

明導電層形成由可陽極氧化的金屬層所構成的掃描線的電 

極端子；和在畫像顯示部以外的區域形成由信號線之一部 

分所構成的信號線的電極端子，

除了上述信號線的電極端子上以外，在源極·汲極配 

線上形成陽極氧化層爲其特徵。

藉此構成，在源極·汲極間的通道上，形成保護絕緣

層，用來保護通道，同時在信號線和汲極配線的表面形成
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屬於絕緣性的陽極氧化層之五氧化鉅（Ta2O5 ）或是氧化

鋁（A12O3 ），以賦予鈍化功能，可獲得與申請專利範圍

第7項所記載的液晶顯示裝置相同的效果。而且可獲得具

有與信號線相同的金屬性的電極端子的TN型液晶顯示裝

置。

申請專利範圍第10項所記載的液晶顯示裝置，係在 

第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以上的第一金 

屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線，

在閘極電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質 

的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上及第 

一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第一半導體層與一 

層以上的第二金屬層的積層所構成的源極（信號線）•汲 

極配線，

於第一透明性絕緣基板上形成在上述汲極配線上以及 

掃描線與信號線的電極端子形成區域上具有開口部的透明 

樹脂層，

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層

包含上述開口部的導電性畫素電極、和包含掃描線上

與信號線上的導電性對向電極，是形成在上述透明樹脂層

上爲其特徵。
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藉此構成，由於在主動式基板上形成較厚的透明樹脂

層，以賦予鈍化功能，故不但可獲得與申請專利範圍第7

項所記載的液晶顯示裝置相同的效果，還可將畫素電極與

對向電極配置在透明樹脂層上，開口率高的配向處理也很

容易達成，可獲得畫質高的IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第11項所記載的液晶顯示裝置，同樣 

在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以上的第一 

金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與對向電極

在對向電極上形成有一層以上的閘極絕緣層、和在閘 

極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一 

半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，

在上述保護絕緣層部之一部分上、第一半導體層上及 

第一透明性絕緣基板上，形成有由含雜質的第二半導體層 

與一上層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信 

號線）•汲極配線（畫素電極）、和包含上述開口部周邊 

的第一半導體層與第二半導體層並由第二金屬層所構成的 

掃描線的電極端子、和在畫像顯示部以外的區域由部分信 

號線所構成的信號線的電極端子，

除了上述信號線的電極端子上以外，在信號線上形成
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感光性有機絕緣層爲其特徵。

藉此構成，在源極・汲極間的通道上形成保護絕緣層 

，以保護通道，同時在信號線的表面形成感光性有機絕緣 

層，以賦予鈍化功能，在對向電極上形成閘極絕緣層，故 

可得到與申請專利範圍第7項所記載的液晶顯示裝置同樣 

的效果。而且，可得到具有與信號線相同的金屬性的電極 

端子的IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第1 2項所記載的液晶顯示裝置，同樣 

在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以上的第一 

金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與對向電極

在對向電極上形成一層以上的閘極絕緣層；和在閘極 

電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一半導 

體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上及第 

一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一 

層以上之可陽極氧化的金屬層的積層所構成的源極配線（ 

信號線）•汲極配線（畫素電極）；和包含上述開口部周 

邊的第一半導體層與第二半導體層形成由可陽極氧化的金 

屬層所構成的掃描線的電極端子；和在畫像顯示部以外的

・27・



1300873
（25）

區域形成由信號線之一部分所構成的信號線的電極端子 ，

除了上述信號線的電極端子上以外，在源極・汲極配

線的表面形成陽極氧化層爲其特徵。

藉此構成，在源極・汲極間的通道上形成保護絕緣層 

，以保護通道，同時在信號線與汲極配線的表面形成屬於 

絕緣性的陽極氧化層之五氧化鉅（Ta2O ）或是氧化鋁（ 

A12O3 ），以賦予鈍化功能，在對向電極上形成閘極絕緣 

層，故可得到與申請專利範圍第7項所記載的液晶顯示裝 

置同樣的效果。而且，可得到具有與信號線相同的金屬性 

的電極端子的IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第13項所記載的液晶顯示裝置，同樣 

在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以上的第一 

金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與對向電極

在對向電極上形成一層以上的閘極絕緣層；和在閘極 

電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一半導 

體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上以及 

第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層以 

及一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信號 

線）、汲極配線（畫素電極），

在畫像顯示部以外的區域，於第一透明性絕緣基板上
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形成之在掃描線的電極端子形成區域上與由部分信號線所

構成的信號線的電極端子上具有開口部之透明絕緣層 ，

在上述開口部內露出作爲掃描線的電極端子之部分掃 

描線與信號線之電極端子爲其特徵。

藉此構成，在主動式基板上提供由透明絕緣層所構成 

的鈍化絕緣層，若在透明絕緣層使用較厚的透明樹脂，很 

容易配向處理，不但可得到畫質較高的IPS型液晶顯示裝 

置，還可用同一光罩來處理掃描線上的閘極絕緣層的開口 

部形成工程與汲極電極上的鈍化絕緣層的開口部形成工程 

,減少工程數，可僅使用三道光罩製作液晶顯示裝置。

申請專利範圍第14項所記載的液晶顯示裝置，同樣 

在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以上的第一 

金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與對向電極

在對向電極上形成絕緣層，

在閘極電極上形成閘極絕緣層、不含雜質的第一半導 

體層以及比上述第一半導體層還小的保護絕緣層，

在掃描線與信號線的交叉點附近上、對向電極與信號 

線的交叉點附近上以及對向電極與畫素電極的交叉點附近 

上，形成比閘極絕緣層與上述閘極絕緣層還小的第一半導 

體層與保護絕緣層，

在掃描線與信號線的交叉點上、對向電極與信號線的

交叉點上以及對向電極與畫素電極的交叉點上的閘極絕緣

層上，形成第一半導體層與含雜質之第二半導體層，在保
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護絕緣層上形成含雜質之第二半導體層，

在閘極電極上的部分保護絕緣層上、第一半導體層上 

以及第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體 

層與一層以上可陽極氧化的金屬層的積層所構成的源極配 

線(信號線)•汲極配線(畫素電極)、和由部分信號線 

所構成的信號線的電極端子、和在畫像顯示部以外的區域 

包含部分掃描線並在第一透明性絕緣基板上形成由含雜質 

的第二半導體層與一層以上可陽極氧化的金屬層的積層所 

構成的掃描線的電極端子，

除了上述電極端子上以外，在源極・汲極配線的表面 

形成陽極氧化層爲其特徵。

藉此構成，在源極・汲極間的通道上形成保護絕緣層 

，以保護通道，同時在信號線與汲極配線的表面形成屬於 

絕緣性的陽極氧化層之五氧化鉅(Ta2O5 )或是氧化鋁( 

αι203 )，以賦予鈍化功能，亦在掃描線與對向電極上形 

成陽極氧化層，故可得到與申請專利範圍第7項所記載的 

液晶顯示裝置同樣的效果。而且，可得到具有與信號線相 

同金屬性的電極端子的IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第15項所記載的液晶画像顯示裝置， 

係特徵爲形成在掃描線之側面的絕緣層爲有機絕緣層之申 

請專利範圍第5、6、7、8、9、1 0、1 1、12及1 3項所記 

載的液晶顯示裝置。

藉此構成，可以不受限於掃描線的材質或構成，而能

利用電鍍(electro-plaling )法在掃描線的側面形成有機
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絕緣層，並能使用半色調曝光技術，以一道光罩連續處理

掃描線的形成工程和蝕刻終止層的形成工程。

申請專利範圍第1 6項所記載的液晶画像顯示裝置 ，

係如申請專利範圍第5、6、10、1 1 > 12、1 3及1 4項所記 

載的液晶顯示裝置，其中，第一金屬層是由可陽極氧化的 

金屬層所構成，形成在掃描線之側面的絕緣層是陽極氧化 

層。

藉此構成，可藉由陽極氧化在掃描線的側面形成陽極 

氧化層，且可使用半色調曝光技術，以一道光罩連續處理 

掃描線的形成工程和蝕刻終止層的形成工程。

申請專利範圍第17項係如申請專利範圍第5項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

一層以上的金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜質的 

第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程 ；

形成對應於掃描線的保護絕緣層形成區域上的膜厚比

其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩而依序蝕刻上述保護 

絕緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的 

工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚出露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層

而露出第一非晶質矽層的工程；
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減 少 膜 厚 的 上 述 感 光 性 樹 脂 圖 案 被 去 除 後 在 掃 描 線

之 側 面 形 成 絕 緣 層 的 工 程 9

在 整 面 覆 蓋 含 雜 質 的 第 二 非 晶 質 矽 層 的 工 程

在 畫 像 顯 示 部 以 外 的 1品 域 於 掃 描 線 的 電 極 端 子 形 成

域 形 成 開 口 部 並
彳巳巳

擇 性 去 除 開 口 部 內 的 第 二 非 晶 質 矽 層

、 第 一 非 晶 質 矽 層 以 及 閘 極 絕 緣 層 而 露 出 部 分 掃 描 線 的 工

程

以 部 分 與 上 述 保 護 絕 緣 層 重 疊 的 方 式 形 成 由 第 二 非

晶 質 矽 層 、 一 層 以 上 的 可 陽 極 氧 化 的 金 屬 層 的 積 層 所 構 成

的 源 極 ( 信 號 線 ) ■ 汲 極 配 線 > 和 包 含 上 述 開 口 部 而 形 成

由 第 二 非 晶 質 矽 層 一 層 以 上 的 可 陽 極 氧 化 的 金 屬 層 的 積

層 所 構 成 的 掃 描 線 的 電 極 端 子 的 工 程

在 上 述 第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 之 一 部 分 上 與 汲 極 配 線 上

形 成 透 明 導 電 位 的 畫 素 電 極 、 和 在 畫 像 顯 示 部 以 外 的 域

於 信 號 線 上 形 成 透 明 導 電 位 的 電 極 端 子 、 和 在 掃 描 線 的

電 極 端 子 上 形 成 透 明 導 電 性 的 電 極 端 子 的 工 程
•
及

以 使 用 於 上 述 畫 素 電 極 與 電 極 端 子 的
彳巳巳 
送 擇 圖 案 形 成 的

感 光 性 樹 脂 圖 案 作 爲 遮 罩 保 護 透 明 導 電 性 的 畫 素 電 極 與

透 明 導 電 性 的 電 極 端 子 同 時 陽 極 氧 化 源 極 • 汲 極 配 線 的

工 程 ο

藉 此 構 成 可 用 一 道 光 罩 來 處 理 蝕 刻 終 止 層 的 形 成 工

程 與 掃 描 線 的 形 成 工 程 以 實 現 微 影 蝕 刻 工 程 數 的 減 少 ο

而 且 蝕 刻 終 止 層 係 與 閘 極 電 極 自 行 整 合 而 形 成 掃 描 線

的 側 面 則 賦 予 閘 極 絕 緣 層 以 外 的 其 它 絕 緣 層 而 使 得 掃 描
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線和信號線可形成交叉。此乃共通於本發明之製法上的特

徵。而且，畫素電極形成時，藉由將源極・汲極配線施以

陽極氧化，亦可減少鈍化絕緣層形成時不必要的製造工程

，結果，可使用四道光罩來製作TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第1 8項係如申請專利範圍第6項所記 

載的液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程 ；

對應於掃描線，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比 

其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程 ；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻上述保護 

絕緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的 

工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程 ；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式形成由第二非晶

質矽層、一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極(信

號線)•汲極配線的工程；
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在上述第一透明性絕緣基板上形成在汲極配線上、以

及在畫像顯示部以外的區域之掃描線的電極端子形成區域

上，與在部分信號線所構成的信號線的電極端子上皆具有

開口部的透明絕緣層的工程；

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層 

而露出部分掃描線的工程；及

包含汲極配線上的開口部內而將透明導電性的畫素電 

極，形成在上述透明絕緣層上的工程。

藉此構成，可用一道光罩來處理蝕刻終止層的形成工 

程與掃描線的形成工程，以實現微影蝕刻工程數的減少。 

而且，與習知例同樣地，對鈍化絕緣層的開口部形成工程 

兼作對掃描線之連接的連接形成工程，製造工程減少，故 

可用四道光罩來製作TN型液晶顯示裝置。而且，如果在 

屬於鈍化絕緣層的透明絕緣層使用較厚的透明樹脂層，可 

得到開口率高的TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第1 9項係如申請專利範圍第7項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

透明導電層、第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含 

雜質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與畫素電極以及掃描線與信號線的電極 

端子，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比其它區域還厚 

的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻保護絕緣
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層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層、第一金屬層以及透明

導電層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程 ；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線

之側面形成絕緣層的工程 ；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程 ；

在畫素電極上與畫像顯示部以外的區域，在掃描線與 

信號線的模擬電極端子上形成具有開口部的感光性樹脂圖 

案，並選擇性去除上述開口部內的第二非晶質矽層、第二 

非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層，而露出透明導 

電性的畫素電極與電極端子的工程；及

被覆一層以上的第二金屬層後，以部分與由第二非晶 

質矽層與第二金屬層的積層所構成的上述保護絕緣層重疊 

的方式，形成包含信號線的電極端子並在其表面具有感光 

性有機絕緣層的源極配線(信號線)，與形成包含畫素電 

極並在其表面具有感光性有機絕緣層的汲極配線的工程。

藉此構成，使用一道光罩，處理畫素電極與掃描線的

微影蝕刻工程數的減少、和使用一道光罩，處理蝕刻終止 

層的形成工程與掃描線的形成工程的微影蝕刻工程數的減 

少，得以同時實現。而且，源極・汲極配線形成時，僅在 

源極·汲極配線上選擇性地形成感光性有機絕緣層，以此
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方式，亦可減少鈍化絕緣層形成時不必要的製造工程，結

果，可使用三道光罩來製作TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第20項係如申請專利範圍第8項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

透明導電層、第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含 

雜質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與畫素電極而形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程 ；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，而依序蝕刻：保護 

絕緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層、第一金屬層以及 

透明導電層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫素電極上與畫像顯示部以外的區域，形成在掃描 

線之模擬電極端子上具有開口部的感光性樹脂圖案，選擇 

性去除上述開口部內的第二非晶質矽層、第一非晶質矽層

、閘極絕緣層以及第一金屬層，而露出透明導電性的畫素

電極與部分掃描線的工程；
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在被覆一層以上的第二金屬層後，形成：部分與上述 

保護絕緣層重疊的源極配線(信號線)、和含有畫素電極 

的部分與上述保護絕緣層重疊的汲極配線、含有上述透明 

導電性的部分掃描線的掃描線的電極端子、對應於在畫像 

顯示部以外的區域由部分信號線所構成的信號線的電極端 

子而且信號線上的膜厚比其它區域還厚的感光性有機絕緣 

層圖案等工程；

以上述感光性有機絕緣層圖案作爲遮罩，選擇性去除 

一層以上的第二金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶質 

矽層，而形成掃描線、信號線的電極端子以及源極・汲極 

配線的工程；以及

減少上述感光性有機絕緣層圖案的膜厚，而露出掃描 

線、信號線的電極端子以及汲極配線的工程。

藉此構成，使用一道光罩，處理畫素電極與掃描線的

微影蝕刻工程數的減少、和使用一道光罩，處理蝕刻終止

層的形成工程與掃描線的形成工程的微影蝕刻工程數的減

少，得以同時實現。而且，源極・汲極配線形成時，使用

半色調曝光技術，僅在信號線上選擇性地殘留感光性有機

絕緣層，以 此方式，亦可減少鈍化絕緣層形成時不必要的

製造工程，結果，可使用三道光罩來製作TN型液晶顯示

裝置。

申請專利範圍第21項係如申請專利範圍第9項所記

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：
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透明導電層、第一金屬層、閘極絕緣層、不含雜質的第一

非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與畫素電極，形成保護絕緣層形成區域

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程 ；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層、第一金屬層以及透 

明導電層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出保護絕緣層 

的工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

，而露出第一非晶質矽層的工程；

減少上述膜厚的感光性樹脂圖案去除後，在掃描線之 

側面形成絕緣層的工程；

在整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程 ；

在畫素電極上與畫像顯示部以外的區域，形成在掃描 

線的模擬電極端子上具有開口部的感光性樹脂圖案，選擇 

性去除上述開口部內的第二非晶質矽層、第一非晶質矽層 

、閘極絕緣層以及第一金屬層，而露出透明導電性的畫素 

電極與部分掃描線的工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成部分與 

上述保護絕緣層重疊的源極配線(信號線)、包含畫素電 

極形成部分與上述保護絕緣層重疊的汲極配線、包含上述 

透明導電性的部分掃描線形成掃描線的電極端子、在畫像 

顯示部以外的區域，對應於由部分信號線所構成的信號線
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的電極端子形成掃描線與信號線的電極端子上的膜厚比其

定區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除一層以 

上之可陽極氧化的金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶 

質矽層，而形成掃描線與信號線的電極端子與源極汲極配 

線的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出源極・汲極 

配線的工程；以及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極・汲極配線的 

工程。

藉此構成，使用一道光罩，處理畫素電極與掃描線的 

微影蝕刻工程數的減少、和使用一道光罩，處理蝕刻終止 

層的形成工程與掃描線的形成工程的微影蝕刻工程數的減 

少，得以同時實現。而且，在源極・汲極間的通道上，可 

形成保護絕緣層以保護通道，同時源極・汲極配線形成時 

，使用半色調曝光技術，在源極・汲極配線上選擇性地形 

成陽極氧化層，以此方式，亦可減少形成鈍化絕緣層時不 

必要的製造工程，結果，可使用三道光罩來製作TN型液 

晶顯示裝置。

申請專利範圍第22項係如申請專利範圍第1 0項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；
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對應於掃描線，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比

其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式，形成由第二非 

晶質矽層與一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極( 

信號線)•汲極配線的工程；

在汲極配線上、在畫像顯示部以外的區域的掃描線的 

電極端子形成區域上以及由部分信號線所構成的信號線的 

電極端子上，分別具有開口部的透明樹脂層，被形成在上 

述第二透明性絕緣基板上的工程；

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層 

而露出部分掃描線的工程；以及

將包含上述汲極配線上的開口部的導電性的畫素電極

、以及包含掃描線上與信號線上之導電性的對向電極，形

成在上述透明樹脂層上的工程。
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藉此構成，可使用一道光罩來處理掃描線的形成工程

與蝕刻終止層的形成工程，以實現微影蝕刻工程數的減少

。而且，與習知例同樣地，對鈍化絕緣層的開口部形成工

程兼作連接掃描線的連接形成工程，製造工程亦減少，故

可使用四道光罩來製作IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第23項係如申請專利範圍第1 1項所記

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層

，而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

與對向電極之側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線的電極端子形成

區域形成開口部，選擇性去除上述開口部內的第二非晶質
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矽層、第一非晶質矽層以及閘極絕緣層，而露出部分掃描

線的工程；

被覆一層以上的第二金屬層後，形成對應於部分與上 

述保護絕緣層重疊的源極配線（信號線）·汲極配線（畫 

素電極）、包含上述開口部形成掃描線的電極端子、在畫 

像顯示部以外的區域形成由部分信號線所構成的信號線之 

電極端子，形成信號線上的膜厚比其它區域還厚的感光性 

有機絕緣層圖案等工程 ；

以上述感光性有機絕緣層圖案作爲遮罩，選擇性去除 

第二金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶質矽層，而形 

成掃描線與信號線的電極端子以及源極・汲極配線的工程

；以及

減少上述感光性有機絕緣層圖案的膜厚，而露掃描線 

與信號線之電極端子以及汲極配線的工程。

藉此構成，可使用一道光罩來處理蝕刻終止層的形成 

工程與掃描線的形成工程，以實現微影蝕刻工程數的減少

。而且，源極・汲極配線形成時，使用半色調曝光技術， 

僅在信號線上選擇性地殘留感光性有機絕緣層，以此方式

，亦可減少形成鈍化絕緣層時不必要的製造工程，結果， 

可使用三道光罩來製作TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第24項係如申請專利範圍第1 2項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜
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質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，而形成保護絕緣層形成區 

域上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程 ；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少已減少上述膜厚的感光性樹脂圖案的膜厚，而露 

出保護絕緣層的工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

，而露出第一非晶質矽層的工程；

和上述感光性樹脂圖案去除後，在掃描線與對向電極 

之側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線的電極端子形成 

區域形成開口部，選擇性去除開口部內的第二非晶質矽層 

、第一非晶質矽層以及閘極絕緣層，而露出部分掃描線的 

工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成對應部 

分與上述保護絕緣層重疊的源極配線（信號線）•汲極配 

線（畫素電極）、包含上述開口部形成掃描線的電極端子 

、在畫像顯示部外的區域對應於由部分信號線所構成的信 

號線的電極端子，形成掃描線與信號線的電極端子上的膜 

厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除可陽極
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氧化的金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶質矽層，而

形成掃描線與信號線的電極端子以及源極・汲極配線的工

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出源極・汲極 

配線的工程；以及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極・汲極配線的 

工程。

藉此構成，可使用一道光罩來處理蝕刻終止層的形成 

工程與掃描線的形成工程，以實現微影蝕刻工程數的減少 

。而且，在在源極・汲極間的通道上，可形成保護絕緣層 

以保護通道，同時源極·汲極配線形成時，使用半色調曝 

光技術，在源極・汲極配線上選擇性地形成陽極氧化層， 

以此方式，亦可減少形成鈍化絕緣層時不必要的製造工程 

，結果，能使用三道光罩來製作TN型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第2 5項係如申請專利範圍第1 3項所記 

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、和一層以上的閘極絕緣層、不含 

雜質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工

程；
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減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的

工程；

在閘極電極上留下寬幅閘極電極還細的保護絕緣層， 

而露出第一非晶質矽層的工程 ；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

與對向電極的側面形成絕緣層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程 ；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式，形成由第二非 

晶質矽層與一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配 

線（信號線）•汲極配線（畫素電極）源極•汲極配線的 

工程；

在畫像顯示部以外的區域，於第一透明性絕緣基板上 

形成在掃描線的電極端子形成區域上及由部分信號線所構 

成的信號線的電極端子上具有開口部的透明絕緣層的工程 

；以及

去除在上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣 

層，而露出部分掃描線的工程。

藉此構成，使用一道光罩，處理蝕刻終止層之形成程 

與掃描線之形成工程，以實現微影蝕刻工程數的減少。而 

且，與習知例同樣地，對鈍化絕緣層的開口形成工程，兼 

作連接掃描線的連接形成工程，製造工程亦可減少，故使 

用三道光罩就能製作IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第26項係如申請專利範圍第1 4項所記

載之液晶顯示裝置的製造方法，其特徵爲具有：
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至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序蝕刻：

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成在閘極電極上、掃描 

線與信號線的交叉區域上、對向電極與信號線的交叉區域 

上以及對向電極與畫素電極的交叉區域上膜厚比其它區域 

還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

在掃描線與對向電極的側面形成絕緣層的工程 ；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層， 

去除掃描線上與對向電極上的保護絕緣層、第一非晶質矽 

層、閘極絕緣層，而露出掃描線與對向電極的工程 ；

和進一步減少已減少膜厚的上述感光性樹脂圖案的膜 

厚，在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

，而露出第一非晶質矽層的工程；

整面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成部分與 

上述保護絕緣層重疊的源極配線（信號線）、汲極配線（ 

畫素電極）、在畫像顯示部以外的區域包含部分掃描線的 

掃描線的電極端子、對應於由部分信號線所構成的信號線 

形成電極端子，形成上述電極端子上的膜厚比其它區域還 

厚的感光性樹脂圖案的工程；
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以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除可陽極

氧化的金屬層與第二非晶質矽層以及第一非晶質矽層，而

形成掃描線與信號線的電極端子以及源極·汲極配線的工

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出源極・汲極配 

線的工程；以及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極・汲極配線與 

對向電極的工程。

藉此構成，使用一道光罩，處理蝕刻終止層的形成工 

程與掃描線之形成工程、以及露出掃描線之工程之微影蝕 

刻工程數的減少得以實現。此外，在源極・汲極間的通道 

上，可形成保護絕緣層以保護通道，同時源極・汲極配線 

形成時，使用半色調曝光技術，在源極・汲極配線上選擇 

性地形成陽極氧化層，以此方式，亦可減少形成鈍化絕緣 

層時不必要的製造工程，結果，使用兩道光罩，即可製作 

IPS型液晶顯示裝置。

申請專利範圍第2 7項係如申請專利範圍第17、18、

19、20、21、22、23、24、25、26項所記載之液晶顯示 

裝置的製造方法，其中，形成於掃描線側面的絕緣層是有 

機絕緣層，且藉由電鍍(elechoplahing)形成者。

藉此構成，不管掃描線的材質或構成爲何，可藉由電 

鍍法在掃描線的側面形成有機絕緣層，且可使用半色調曝 

光技術，以一道光罩，連續處理掃描線形成工程和蝕刻終 

止層形成工程。
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申請專利範圍第2 8項係如申請專利範圍第17、18、

22、23、24、25、26項所記載之液晶顯示裝置的製造方

法，其中，第一金屬層是由可陽極氧化的金屬層所構成，

而形成於掃描線側面的絕緣層是藉由陽極氧化形成者。

藉此構成，可藉由陽極氧化在掃描線的側面形成陽極 

氧化層，且可使用半色調曝光技術，以一道光罩，連續處 

理掃描線形成工程和蝕刻終止層形成工程。

【實施方式】

［發明實施形態］

依據第1圖至第22圖來說明本發明的實施例。於第 

1圖表示有關本發明第一實施例的顯示裝置用半導體裝置

（主動式基板）的平面圖，於第2圖表示第1圖之A-

A'線上和 B— B'線上及 C— C"線上的製造工程的剖面 

圖。同樣的，第二實施例是以第3圖和第4圖，第三實施 

例是以第5圖和第6圖，第四實施例是以第7圖和第8圖

，第五實施例是以第9圖和第1 0圖，第六實施例是以第 

1 1圖和12圖，第七實施例是以第1 3圖和第1 4圖，第八 

實施例是以第15圖和第16圖，第九實施例是以第17圖 

和第18圖，第十實施例是以第19圖和第20圖，分別表 

示主動式基板的平面圖和製造工程的剖面圖。此外，與習 

知例同樣的部位，則附以相同的符號以省略詳細的說明。

（第_實施例）
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第一實施例係與習知例同樣的，首先，在玻璃基板2

的一主面上，使用SPT等真空製膜裝置，被覆膜厚0.1至

0.3/2 m左右的例如 Ct、Ta、Μ ο等或這些的合金或矽化

物，作爲第一金屬層。由繼後的說明得知'本發明選擇有

機絕緣層作爲形成於閘極絕緣層側面的絕緣層時，掃描線

材料幾乎沒有限制，然而，選擇陽極氧化層作爲形成於閘

極絕緣層側面的絕緣層時，則該陽極氧化層必須具有絕緣

性，此時若考慮Ta單體的電阻較高、和A1單體缺乏耐熱

性的話，爲了達成掃描線的低電阻化，掃描線的構成可選

擇Al （ Zr ' Ta、Nd ）合金等單層構成5或

Al/Ta、Ta/Al/Ta、Al/AL(Ta、Ζτ、Nd )合金等的

積層構成。此外，Al （ Ta、Zr、Nd ）乃意味添加數％以

下之Ta、Zr或Nd等耐熱性高的A1合金。

其次，使用PCVD裝置 面 整
2
 板 基 璃 玻 在 分 如 例

別以 0.3/zm、0.05“m、0.1"in左右的膜厚，依序被覆

:作爲閘極絕緣層的第一 SiNx層30、幾乎不含雜質之絕 

緣閘極型電晶體的通道所屬的第一非晶質矽層31、以及 

用以保護通道之成爲絕緣層的第二SiNx層32等三種薄膜 

層，然後，如第1圖（a ）和第2圖（a ）所示，利用半色 

調曝光技術，形成保護絕緣層形成區域即閘極電極1 1A 

上的區域81 A的膜厚例如爲2 μ m之比對應於掃描線1 1 

及儲存電容線16的區域81B ±的膜厚更厚的感光 

性樹脂圖案8 1 A，8 1 B，以感光性樹脂圖案8 1 A、81B作 

爲遮罩，選擇性地去除通道保護層32、第一非晶質矽層
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31、閘極絕緣層30以及第一金屬層，而露出玻璃基板2

。由於掃描線上1的線幅寬，由電阻値的關係來看，就算

最窄一般也具有10/ζιώ以上的大小，故用以形成81B (中

間調區域)的光罩製作或其加工尺寸的精度管理皆可容易

地施行。

接著，利用氧氣電漿等灰化手段，使上述感光性樹脂 

圖案81A、81B的膜厚減少1“ΐΏ以上時，感光性樹脂圖 

案81B消失，而露出第二SiNx層32A > 32B (圖未表示 

)，同時可以只在保護絕緣層形成區域上，選擇性地形成 

感光性樹脂圖案8 1 C。由於感光性樹脂圖案81C (黑區域 

)，即通道保護層的圖案寬度，是源極•汲極配線間的尺 

寸加上光罩對準精度，所以源極・汲極配線間設爲4至6 

/z m，對準精度設爲士 3 /z m時，最小也有10至12“ m， 

尺寸精度要求並不嚴格。然而，從光阻圖案81A變換至 

81C時，當光阻圖案的膜厚等向性減少1/zm時，尺寸不 

僅會減少2/zm，後續源極•汲極配線形成時，光罩對準 

精度會縮小l/zm ，而形成士 2 /z m ，在製程上後者的要求 

較前者嚴格。因此，上述氧氣電漿處理中，要抑制圖案尺 

寸的變化時，以加強向異性爲佳。具體而言，以 RIE ( 

Reactive Ion Etching )方式、具有高密度電漿源之1CP ( 

Inductive Coupled Ρ1 a s am a ) 方式或 TCP ( Transfer 

Coupled Plasama )方式的氧電漿處理爲佳。或者，理想 

的情況是，估算光阻圖案的尺寸變化量，將光阻圖案81 A 

的圖案尺寸預先設計得較大，或以使光阻圖案81 A的圖
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案尺寸增大的曝光、顯影條件謀求製程的因應等處置。而 

且，如第1圖（b ）和第2圖（b ）所示，以感光性樹脂圖 

案8 1C作爲遮罩，將第二SiNx層32A，以寛幅比閘極電 

極1 1 A還細的方式選擇性施以蝕刻，形成第二SiNx層 

32D （蝕刻終止層、通道保護層、保護絕緣層），同時露 

出掃描線上1上的第一非晶質矽層31A與儲存電容線16 

上的第一非晶質矽層31B。保護絕緣層形成區域，即感光 

性樹脂圖案81C （黒區域）的大小，最小尺寸至少有10 

“ m的大小，不但白區域與黒區域以外的區域作爲半色調 

曝光區域的光罩製作很容易，與通道蝕刻型的絕緣閘極電 

晶體比較時，絕緣閘極型電晶體的ON電流是由通道保護 

絕緣層32D的尺寸來決定，而不是由源極•汲極配線12 

、21間的尺寸來決定，故製程管理更爲容易。具體而言 

，例如以在通道蝕刻型使源極•汲極配線間的尺寸成爲5 

±1“πι，蝕刻終止型的保護絕緣層的尺寸成爲10±l/zm 

的方式，在相同的曝光、顯影條件下，ON電流的變動量 

約略減半。

去除感光性樹脂圖案81 C後，如第1圖（c ）和第2 

圖（c）所示，在閘極電極11A的側面形成絕緣層76。因 

此，如第21圖所示，必須具將掃描線1 1 （儲存電容線16 

也一樣，此處則省略圖示）並列綁束之配線77和在玻璃 

基板2的外周部電鍍或陽極氧化時用以提供電位的連接圖 

案78,再者，使用以電漿CVD製得之非晶質矽層31和 

氮化矽層30、32之適當遮罩手段的製膜區域79，乃限定
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在連接圖案78的更內側，至少必須露出連接圖案78。在 

連接圖案78上，使用鱷魚夾等連接手段，賦予+ （正） 

電位，令玻璃基板2浸透於以乙二醇爲主成份的反應液中 

以進行陽極氧化時，若掃描線1 1爲A1系合金的話，則可 

以例如反應電壓200V，形成具有0.3 “ m膜厚的氧化鋁（ 

A12O3 ）。電鍍時，如月刊「高分子加工」2 002年1 1月 

號文獻所示，含五竣基之聚醯亞胺電鍍液，以數 V的電 

鍍（electroplating）電壓，形成具有 0.3“ m膜厚的聚醯 

亞胺樹脂層。再者，藉由形成絕緣層76，產生在掃描線 

1 1上的閘極絕緣層30A的針孔屬於絕緣層的氧化鋁或是 

聚醯亞胺樹脂埋入的緣故，故亦有後述的源極・汲極配線 

12、21之間的層間短路受到抑制的副作用。

然後，使用PCVD裝置，在玻璃基板2的整面，以例 

如0.05 μ ni左右的膜厚，被覆含雜質例如磷的第二非晶矽 

層33後，如第1圖（d）和第2圖（d）所示，在畫像顯 

示部以外的區域利用微細加工技術，在掃描線11上形成 

開口部63 A，和在儲存電容線16上或在並列綁束儲存電 

容線16的電極的電極端子上形成開口部65A，選擇性地 

去除開口部63A內的第一非晶質矽層33 ＞第一非晶質矽 

層31A以及閘極絕緣層30A，並選擇性地去除部分掃描線 

73、開口部65A內的第二非晶質矽層33、第一非晶質矽 

層31B以及閘極絕緣層30B，露出部分儲存電容線16。

接著，在源極•汲極配線的形成工程中，使用 SPT

等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚0.1/zm左右之例如Ti
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、Ta等耐熱金屬薄膜層34作爲可施行陽極氧化的耐熱金 

屬層；和膜厚0.3“ m左右之例如 A1薄膜層35作爲同樣 

可施行陽極氧化的低電阻配線層；和膜厚0.1 “ m左右之 

例如Ta等耐熱金屬薄膜層3 6作爲同樣可施行陽極氧化的 

中間導電層。然後，利用微細加工技術，使用感光性樹脂 

圖案，依序蝕刻由這三層薄膜構成的源極・汲極配線材、 

和第二非晶質矽層3 3、和第一非晶質矽層3 1 A、3 1 B，而 

露出閘極絕緣層3 0A、30B，並且如第1圖(e)和第2圖

(e)所示，選擇性地形成由34A > 35 A、36A之積層所構 

成的絕緣閘極型電晶體的汲極電極21、和兼作源極電極 

的信號線12。爲了不使源極•汲極配線12、2 1偏置而無 

法動作，當然必須與通道保護層32D形成部分重疊。再 

者，一般爲了避免伴隨電池作用產生的副作用，在源極· 

汲極配線12、2 1形成的同時，亦同時包含部分掃描線73 

地形成掃描線的電極端子5，但因爲電極端子5不是必要 

的，所以亦可在後續工程，直接形成透明導電性電極端子

5 A。就源極·汲極配線1 2、2 1的構成而言，電阻値的限 

制較鬆時，簡化而形成Ta單層是合理的，此外，添加Nd 

的 A1合金中，化學電位降低，在鹼性溶液中與ITO產生 

的化學腐蝕反應得以受到抑制，所以此時不需要中間導電 

層36，可將源極•汲極配線12、2 1的積層構造形成爲兩 

層構成，而源極·汲極配線12、21的構成得以獲得若干 

簡化。這部分採用IZO來代替ΊΤΟ亦是同樣的情況。

源極•汲極配線12、21形成後，使用SPT等真空製
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膜裝置，在玻璃基板2整面，被覆例如膜厚0.1至0.2

“ m左右的ITO作爲透明導電層，並且如第1圖（f）和 

第2圖（f）所示，利用微細加工技術，包含汲極電極2 1 

之部分中間導電層36A，在玻璃基板2上選擇性地形成畫 

素電極 22。此時，亦在畫素顯示部外的區域，掃描線的 

電極端子5上和部分信號線的電極端子6上，形成透明導 

電層圖案，而作爲透明導電性之電極端子5A、6A。如上 

所述，不形成電極端子5，而在此時包含開口部63A地直 

接形成電極端子5A亦可。再者，在此係與習知例同樣的

，藉由設置透明導電性短路線40，將電極端子5A、6A和 

短路線40間形成爲細長的線狀，進行高電阻化而形成靜 

電對策用的高電阻。

而且，如第1圖（g ）和第2圖（g ）所示，以使用於 

畫素電極22之選擇性形成圖案的感光性樹脂圖案83A作 

爲遮罩，照射光同時源極•汲極配線12、2 1施以陽極氧 

化，以在其表面形成氧化層。此時，電極端子5A、6A是 

以感光性樹脂圖案8 3 B、8 3 C保護。在源極・汲極配線12

、21的上面露出Ta，而在側面露出Ta、Al、Ti及第二非 

晶質矽層33A的積層，且利用陽極氧化分別使第二非晶 

質矽層33A變質成含雜質的氧化矽層（SiO2 ） 66，Ti變 

質成半導體之氧化钛（TiO2 ） 68，Al變質成作爲絕緣層 

的氧化鋁（AL2O3 ） 69，而且Ta變質成作爲絕緣層的五 

氧化鉅（Ta2O5 ） 70 ο氧化钛層68不是絕緣層，膜厚極薄

，露出的面積也很小，故在鈍化上不會構成問題，而耐熱
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68、氧化矽層66的各氧化層的膜厚，形成0.1至0.2“ m 

左右已足以作爲配線的鈍化，使用乙二醇等的反應液，施 

加電壓同樣超過100V來實現。源極•汲極配線12、21 

之陽極氧化時應留意的事項是，雖未圖示但所有的信號線 

12必須形成電性並聯或串聯，後續數個製造工程中，沒 

有解除該並聯或串聯時，不僅會對主動式基板2的電氣檢 

查造成妨礙，也會對液晶顯示裝置的實際動作造成妨礙。
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作爲解除電性連接之手段，可利用雷射光照射使蒸散，或

利用刮除之機械式去除，相當簡單，不過此處省略詳細的

說明。

先以感光性樹脂圖案83A覆蓋畫素電極22的原因， 

是不僅不需將畫素電極22陽極氧化，也不用經由絕緣閘 

極型電晶體，確保流至汲極電極21的反應電流爲必需値 

以上。

最後，去除上述感光性樹脂圖案83A至83C，如第1 

圖（h）和第2圖（h）所示地完成主動式基板2（顯示裝 

置用半導體裝置）。令以此方式獲得的主動式基板2和彩 

色濾光片貼合而液晶面板化，完成本發明的第一實施例。 

關於儲存電容1 5的構成，則如第1圖（h ）所示，例示了 

儲存電容線16和畫素電極22中介著閘極絕緣層3 0B形成 

平面重疊（左上往右下之斜線部）之構成例，不過儲存電 

容15的構成並不限於此，亦可在畫素電極22和前段掃描 

線11之間，中介著含閘極絕緣層3 0A的絕緣層而構成。 

此外，其它構成亦可，不過省略其詳細的說明。同樣地， 

由於具有對掃描線11的形成接觸工程，故使用透明導電 

層以外的導電性材料或半導體層，來進行靜電對策亦較容 

易。

第一實施例，因爲畫素電極形成工程是接著源極·汲 

極配線形成工程而施行，故會因源極配線和畫素電極的短 

路易產生良率降低，而且與掃描線的重疊，發揮寄生電容 

的作用，使畫素電極變大，開口率提高，很不理想。於是
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，爲了再提高開口率，使用厚的透明樹脂，將源極

配線加以鈍化的液晶顯示裝置在第二實施例中說明

（第二實施例）

第二實施例，如第3圖（c ）和第4圖（c ））

到閘極電極11A的側面形成絕緣層76爲止，以與 

施例相同的製造工程來進行。然後，使用PCVD裝 

玻璃基板2整面，以例如0.05 “in左右的膜厚，被 

質例如磷的第二非晶質矽層33後，使用SPT等真 

裝置，依序被覆：膜厚0.1“ m左右的 Ti、Ta等 

34，作爲耐熱金屬層；和膜厚爲0.3“ m左右的A1 

3 5，作爲低電阻配線層。而且，利用微細加工技術 

感光性樹脂圖案，依序蝕刻由這三層薄膜構成的源 

極配線材、第二非晶質矽層33、和第一非晶質矽

、31B，而露出閘極絕緣層30A > 30B。如I第3圖（ 

第4圖（d）所示，選擇性地形成：由34A > 35A 

積層所構成的絕緣閘極型電晶體的汲極電極21和 

極電極的信號線12。再者，若電阻値的限制較鬆 

則源極•汲極的構成亦可簡化成 Ta單層，而且選 

Nd的 A1合金，將源極•汲極配線12、21的積層 

成兩層構成亦可。

接著，如第3圖（e）和第4圖（e）所示，在 

板2的整面，塗布厚度l・5/zm以上之透明性與耐 

良的感光性聚丙烯酸樹脂39作爲透明絕緣層，較 

所示， 

第一實 

置，在 

覆含雜 

空製膜 

薄膜層 

薄膜層

，使用 

極·汲 

f 3 1 A

d）和 

及36a 

兼作源 

的話， 

擇添加 

構造作

玻璃基 

熱性優 

佳者爲
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以 0.3/z m左右的厚度來塗佈，藉由使用光罩的選擇性紫 

外線照射，在汲極電極21上和畫像顯示部以外的區域 ， 

分別在掃描線的一部分5上和信號線的一部分6上和儲存 

電容線的電極端子形成區域上，形成開口部 62、63、64 

、6 5。而且，後烘培後，以感光性聚丙烯酸樹脂3 9作爲 

遮罩，分別選擇性去除開口部 63、65內的閘極絕緣層 

30A、30B 露出掃描線的一部分73(5)和儲存電容線的 

一部分75 θ在開口部62、64內，於顯影之後，露出汲極 

電極的一部分21和信號線的一部分74 ( 6)。再者，開 

口率稍有降低，然而可不用感光性聚丙烯酸樹脂39，而 

採用 SiNx層作爲鈍化絕緣層，通常使用透明絕緣層在 

SiNx層形成上述開口部62、63、64、65亦可。

最後在玻璃基板2整面使用SPT等真空製膜裝置， 

以例如0.1至0.2 “ m左右的膜厚，被覆例如ITO作爲透 

明導電層，如第3圖(f)和第4圖(f)所示，藉由微細 

加工技術，在包含露出於開口部62內的汲極電極21的部 

分中間導電層36A的聚丙烯酸樹脂39上，選擇性地形成 

畫素電極22。感光性聚丙烯酸樹脂39很厚，故畫素電極 

22形成得盡可能大，即使部分與掃描線11或信號線12 

重疊，亦不會產生串訊等畫質劣化。此時，以包含開口部 

63內的部分掃描線73和開口部64內的部分信號線74， 

形成透明導電性的電極端子5A、6A。再者，在此與習知 

例同樣地，藉由在電極端子5A、6A的外側設置透明導電 

性的短路線40，把電極端子5A、6A和短路線40之間形
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成爲細長線狀以高電阻化，作爲靜電對策。

使依此所得的主動式基板2和彩色濾色片貼合，液晶 

面板化，而完成本發明的第2實施例。有關儲存電容15 

的構成，如第3圖（e ）所示，例示了儲存電容線1 6和汲 

極電極21中介著閘極絕緣層30B和第一非晶質矽層31B 

和第二非晶質矽層而重疊的區域50（左上往右下之斜線 

部），構成蓄積電容15之例，又，汲極電極21和前段的 

掃描線11中介著閘極絕緣層3 0A構成儲存電容15亦可

，不過在此省略其詳細說明。

第一和第二實施例中，在所謂掃描線的形成工程和通 

道保護層（蝕刻終止層）的形成工程等圖案精度較低的層

，應用半色調曝光技術，來減少微影蝕刻工程，以四道光 

罩製作主動式基板，但是採用一道光罩來處理畫素電極和 

掃描線的形成，可再進~步減少工程，以三道光罩即可製 

作主動式基板，這部分將在第三至第五實施例中說明。

（第三實施例）

第三實施例中，首先在玻璃基板2的一主面上，使用 

SPT等真空製膜裝置，被覆：膜厚爲0.1至0.2“ m左右 

的透明導電層91，例如ITO；和膜厚爲0.1至0.2“ m左 

右的透明導電層91 ；和膜厚爲0.1至0.3“ m左右的第一 

金屬層92。由後續的說明可知悉，第三至第五實施例中

，掃描線是透明導電層和金屬層的積層，故無法利用陽極

氧化在掃描線的側面形成絕緣層。於是，因爲是藉由電鍍
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在絕緣層形成有機絕緣層，所以就掃描線材料而言，可採 

用不會與作爲透明導電層之ITO發生電池反應的第一金屬 

層，例如Cr、Ta、Mo等高熔點金屬或這些的合金或矽化 

物。要實現低電阻化時，若採用 A1的話，Al （ Nd ）合金 

的單層最爲簡單'接著，介設Ta所構成的Ta/ Al （ Zr、 

Hf）、或Ta/ AL/ Ta的積層較爲複雜。

其次，在玻璃基板2的整面，使用PCVD裝置，分別 

以例如 0.3/zm、0・05/zni、0.1/zm左右的膜厚，依序被 

覆：作爲閘極絕緣層的第一 SiNx層30、作爲幾乎不含雜 

質的絕緣閘極型電晶體通道的第一非晶質矽層31以及作 

爲用以保護通道的絕緣層的第二SiNx層32，然後，如第 

5圖（a ）和第6圖（a ）所示，利用半色調曝光技術，在 

保護絕緣層形成區域即閘極電極1 1 A上區域82A的膜厚 

例如爲2 μ m，形成膜厚比對應於兼作閘極電極1 1 A的掃 

描線11和模擬畫素電極93、模擬電極端子94、95的感 

光性樹脂圖案82B的膜厚1 “ m還厚的感光性樹脂圖案 

82A、82B，且以感光性樹脂圖案82A、82B作爲遮罩，加 

上第二SiNx層32（通道保護層）、第一非晶質矽層31、 

閘極絕緣層30及第一金屬層92，並且也選擇性地去除透 

明導電層91，而露出玻璃基板2。

以上述方式，獲得對應於兼作閘極電極11A的掃描 

線11、和模擬畫素電極93、和模擬電極端子94、95的多 

層膜圖案後，接著，利用氧電漿等灰化手段，令上述感光 

性樹脂圖案82A、82B的膜厚減少1 “ m以上時，感光性
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樹脂圖案82B消失，露出第二SiNx層33A至33C，同時 

，可僅在保護絕緣層形成區域上，選擇性地形成感光性樹 

脂圖案82C ο上述氧電漿處理是以後續的源極•汲極配線 

形成工程的遮罩對準精度不會降低的方式，加強異向性以 

抑制圖案尺寸的變化爲佳，這與已述的理由相同。而且， 

如第5圖（b ）和第6圖（b ）所示，以感光性樹脂圖案 

82C作爲遮罩，選擇性地蝕刻第二SiNx層32A至32C， 

將圖案寬幅比閘極電極11A還細的第一 SiNx層32D殘留 

在閘極電極11A ±，同時分別在掃描線11上和模擬電極 

端子94上露出第一非晶質矽層31A，在模擬畫素電極93 

上露出第一非晶質矽層31B，而且在模擬電極端子95上 

露出第一非晶質矽層31C ο

接著，去除上述感光性樹脂圖案82C後，如第5圖（ 

c ）和第6圖（c）所示，在閘極電極11Α的側面形成絕緣 

層7 6。因此，在第21圖所示的連接圖案7 8使用鱷魚夾 

等的連接手段，賦予掃描線11+ （正）電位，然而亦可 

根據電鍍液的組成，而賦予-（負）電位。而且，就有機 

絕緣層而言，以例如數V電鍍電壓，形成具有0.3“ m膜 

厚的聚醯亞胺樹脂層。模擬畫素電極93因電性獨立，故 

在模擬畫素電極93的周圍不會形成絕緣層76。

然後，使用PCVD裝置，在玻璃基板2的整面，以例 

如0.05 "in左右的膜厚，被覆含雜質例如磷的第二非晶質 

矽層3 3，如第5圖（d）和圖6（d）所示，藉由使用感光 

性樹脂圖案88的微細加工技術，在模擬畫素電極93 ±形
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成開口部38、和畫像顯示部以外的區域之掃描線11的模 

擬電極端子94上形成開口部63A、和在信號線的模擬電 

極端子95上形成開口部64A，加上上述開口部內的第二 

非晶質矽層3 3和第一非晶質矽層3 1 A至3 1 C和閘極絕緣 

層30A至30C，也選擇性地去除第一金屬層92A至92C， 

露出透明導電層和透明導電層所構成的掃描線的電極端子 

5A和信號線的電極端子6A ＞畫素電極22 θ

最後，使用SPT等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚 

0.1 // m左右的 Ti、Ta等耐熱金屬薄膜層34作爲耐熱金 

屬層，且以膜厚爲0.3“m左右的 A1薄膜層35作爲低電 

阻配線層。利用微細加工技術，使用感光性樹脂圖案85

，依序蝕刻由第二非晶質矽層33、和第一非晶質矽層 

31A，而露出閘極絕緣層30A，如第5圖（e）和第6圖（ 

e ）所示，選擇性地形成：含畫素電極22的一部分且由 

34A和35A積層所構成之絕緣閘極型電晶體的汲極電極 

21 ；和同樣含信號線之電極端子6A的一部分且由34A和 

35A積層所構成之絕緣閘極型電晶體的兼作源極電極的信 

號線1 2。掃描線的電極端子5 A和信號線的電極端子6A 

在源極·汲極配線12、21的蝕刻結束時，會在玻璃基板 

2上露出。此外，就源極•汲極配線12、21的構成而言

，若電阻値的限制較鬆的話，則亦可簡化形成 Ta、Cr、 

MoW等單層。

令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合，

液晶面板化，而完成本發明第三實施例。第三實施例中，
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由於感光性樹脂圖案85係連接於液晶，故感光性樹脂圖 

案85不是以漆用酚醛（novolac）樹脂爲主成份的一般感 

光性樹脂，而使用純度高且主成份含丙烯基樹脂或聚醯亞 

胺樹脂之耐熱性高的感光性有機絕緣層是很重要的，而且 

，亦可根據材質進行加熱，使其流動化，以覆蓋源極・汲 

極電極配線12、2 1側面之方式構成，此時，可進一步提 

升液晶面板的可靠性。關於儲存電容15的構成，係如第 

5圖（e）所示，例示了含源極•汲極配線12、2 1與畫素 

電極22的一部分，而形成的儲存電極72和設在前段掃描 

線11的突起部，中介著閘極絕緣層3 0B、第一非晶質矽 

層31A ＞第二非晶質矽層形成平面重疊之例子（左上往右 

下之斜線部52 ），不過儲存電容15的構成並不侷限於此

，與第一實施例同樣地，亦可在與掃描線11同時形成的 

共用電容線16和畫素電極21之間，中介著含閘極絕緣層 

30的絕緣層來構成。靜電對策線40是以連接於電極端子 

5A、6A的透明導電層構成，然而因其提供對閘極絕緣層 

3 0A至3 0C之開口部形成工程，所以採其它靜電對策亦可

ο

第三實施例中，會產生像這樣掃描線的電極端子和信 

號線的電極端子皆爲透明導電層之裝置構成上的限制，但 

是，亦可使用解除該限制的裝置、製程，這部分將在第四 

、第五實施例中說明。

（第四實施例）
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第四實施例係如第7圖（d ）和第8圖（d ）所示，至 

形成接觸工程爲止，係以大致相同於第三實施例的工程來 

進行。然而，由後述的理由得知，不一定需要模擬電極端 

子95。其後，在源極·汲極配線形成工程，使用SPT等 

真空製膜裝置，依序被覆：膜厚0.1/zm左右的Ti、Ta等 

耐熱金屬薄膜層34作爲耐熱金屬層；和膜厚爲0.3“ m左 

右的A1薄膜層3 5作爲低電阻配線層。利用微細加工技術 

，使用感光性樹脂圖案8 6，依序蝕刻由這兩層薄膜構成 

的源極・汲極配線材、第二非晶質矽層33A、和第一非晶 

質矽層31A，而露出閘極絕緣層30A。如第7圖（e）和 

第8圖（e）所示，選擇性地形成：含畫素電極22的一部 

分且由34A和35A積層所構成之絕緣閘極型電晶體的汲 

極電極2 1 ；和兼作源極配線的信號線12，且含在源極· 

汲極配線12、21形成時露出的掃描線的一部分5A，由掃 

描線的電極端子5和信號線的一部分所構成的電極端子6 

也同時形成。也就是說，不一定需具有如第三實施例之模 

擬電極端子 95。此時，第四實施例的重要特徵是，利用 

半色調曝光技術，事先形成感光性樹脂圖案86A、86B， 

而該感光性樹脂圖案86A、86B的膜厚係信號線12上之 

區域8 6A的膜厚例如爲3 μ m、大於汲極電極21上、電 

極端子5、6上和儲存電極72 ±之8 6E的膜厚1.5“m。 

與電極端子5、6相對應之86B的最小尺寸爲數10/zm， 

比較大，光罩製作、成品尺寸管理比較容易，而與信號線 

1 2相對應之區域8 6 A的最小尺寸爲4至8 fi m，尺寸精
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度要求比較高，故半色調區域必須形成較細的狹縫圖案。 

然而，如習知例之說明，與利用一次曝光處理和兩次蝕刻 

處理形成的源極•汲極配線12、2 1相比較，因爲本發明 

之源極·汲極配線12、2 1係藉由一次曝光處理和一次蝕 

刻處理所形成，所以影響圖案寬度變動的因素較少，而源 

極•汲極配線12、2 1的尺寸管理、源極•汲極配線12、 

21間即通道長度的尺寸管理，相較於習知的半色調曝光 

技術而言，其圖案精度的管理較容易。又，與通道蝕刻型

的絕緣閘極電晶體相比較時 ，決定絕緣閘極型電晶體的

ON電流，是通道保護絕緣層 32D的尺寸，而不是源極·

汲極配線12、21間的尺寸， 由這幾點可知，製程管理更

爲容易。

源極•汲極配線12、21 形成後，利用氧電漿等灰化

手段，使上述感光性樹脂圖案 86A、86B的膜厚減少 1.5

“ ΠΊ以上時，感光性樹脂圖案 86B消失，如第7圖（f）

和第8圖（f）所示，汲極電極21、和電極端子5、6露 

出，同時可僅在信號線12上，選擇性地形成感光性樹脂 

圖案86C，但是，由於利用上述氧電漿處理，使感光性樹 

脂圖案86C的圖案寬度變細時，信號線12的上面露出， 

可靠性降低，故以加強異向性，抑制圖案尺寸的變化爲佳

。此外，就源極•汲極配線1 2、2 1的構成而言，若電阻

値的限制較鬆的話，則亦可簡化成Ta、Cr、Mo等單層。

令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合，

液晶面板化，而完成本發明第四實施例。由於第四實施例
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中，感光性樹脂圖案86C係連接於液晶，故感光性樹脂圖

案86C並不是以漆用酚醛樹脂爲主成份的一般感光性樹脂

，使用純度高且主成份含丙烯基樹脂或聚醯亞胺樹脂之耐 

熱性高的感光性有機絕緣層是很重要的，而且亦可隨材質 

不同而以加熱並使流動化，覆蓋信線號線12側面的方式 

所構成。此時，可進一步提升液晶面板的可靠性。關於儲 

存電容15的構成係如第7圖（f）所示，例示了含源極・ 

汲極配線12、21與畫素電極22的一部分，而形成的儲存 

電極72和設在前段掃描線11的突起部，中介著閘極絕緣 

層3 0B、第一非晶質矽層31A、第二非晶質矽層形成平面 

重疊的例子（左上往右下之斜線部52 ）。再者，藉由將 

用以連接部分掃描線5A及信號線12所形成的透明導電 

性圖案6A （模擬電極端子91C ）、和短路線40的透明導 

電層圖案，其形狀形成爲細長線狀，可形成靜電對策的高 

電阻配線，然而，當然亦可使用其它導電性構件作爲靜電 

對策。

本發明的第四實施例中，僅在信號線12上形成有機 

絕緣層，汲極電極21係在確保導電性的狀態露出，藉此 

構成亦可獲得充分的可靠性之理由係由於，施加於液晶晶 

胞的驅動信號基本上是交流的，在對向電極12和畫素電 

極22間，以直流電壓成份變少之方式，在畫像檢查時調 

整對向電極14的電壓，（閃爍減少之調整），因此，僅 

在信號線12上事先形成絕緣層，使直流成份不會流通即 

可。
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本發明之第三和第四實施例中，僅分別在源極・汲極 

配線上和信號線上，選擇性地形成有機絕緣層，以達成製 

造工程的減少，但是，因爲有機絕緣層的厚度通常爲1 

“m以上，故高精細面板的畫素較小時，使用平磨用布之 

配向膜的配向處理，恐怕會因有高度差招致非配向狀態， 

或在液晶晶胞之間隙精度的確保上產生障礙之虞。在此， 

第五實施例具備藉由增設最小限度的工程數，以變成有機 

絕緣層的鈍化技術。

（第五實施例）

第五實施例係如第9圖（d）和第10圖（d）所示， 

至形成接觸工程爲止，係以大致相同於第三、第四實施例 

的工程來進行。繼之，在源極·汲極配線形成工程中，使 

用SPT等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚左右的 

Ti、Ta等耐熱金屬薄膜層34作爲可施行陽極氧化的耐熱 

金屬層；和膜厚0.3 μπι左右的Α1薄膜層35作爲可施行陽 

極氧化的低電阻配線層。然後，利用微細加工技術，使用 

感光性樹脂圖案8 7，依序蝕刻由這兩層薄膜構成的源極 

•汲極配線材、第二非晶質矽層33Α、和第一非晶質矽層 

31Α，而露出閘極絕緣層30Α。如第9圖（e）和第10圖 

（e ）所示，選擇性地形成：含畫素電極22的一部分且由 

34A和35A積層所構成之絕緣閘極型電晶體的汲極電極 

2 1、和兼作源極配線的信號線12，同時亦形成：掃描線 

的電極端子5，其包含形成源極•汲極配線12、21之同
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時所露出的部分掃描線5A ；和由部分信號線所構成的電 

極端子6。此時，第五實施例的重要特徵是，利用半色調 

曝光技術，事先形成感光性樹脂圖案87A、87B，而該感 

光性樹脂圖案87A、87B的膜厚係電極端子5、6上之區 

域87A （黑區域）的膜厚例如爲3 n m，大於源極•汲極 

電極12、2 1上和儲存電極7 2上之區域8 7 B （中間調區域 

）的膜厚1 · 5 “ in °

源極•汲極配線12、2 1形成後，利用氧電漿等灰化 

手段，令上述感光性樹脂圖案87A、87B的膜厚減少1.5 

“ m以上時，感光性樹脂圖案87C消失，源極・汲極配線 

12、2 1和儲存電極72露出，同時可僅在掃描線12上選 

擇性地形成感光性樹脂圖案87C。値得一提的特徵是，即 

使利用上述氧電漿處理，使感光性樹脂圖案87C的圖案寬 

度變細，由於僅在具有大圖案尺寸的電極端子5、6周圍

，形成陽極氧化層，故幾乎不會對電性特性和良率及品質 

造成影響。接著，以感光性樹脂圖案87C作爲遮罩，照射 

光，如第9圖（f）和第10圖（f）所示，將源極•汲極 

配線12、21施以陽極氧化而形成氧化層68、69，同時將 

源極•汲極配線1 2、2 1下側面所露出的第二非晶質矽層 

33A施以陽極氧化，而形成作爲絕緣層之氧化矽層（SiO2 

）66。

陽極氧化結束後，去除感光性樹脂圖案87C時，如第

9圖（g ）和第10圖（g ）所示，在其側面露出由形成陽

極氧化層之低電阻薄膜層35A所構成的電極端子5、6。
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可知掃描線電極端子6的側面，係經由靜電對策用高電阻 

短路線40（910 ，流通陽極氧化電流，故與信號線之電 

極端子5相比較，形成於側面之陽極氧化層厚度較薄。此 

外，就源極•汲極配線12、2 1的構成而言，若電阻値的 

限制較鬆的話，則亦可簡化成得以施行陽極氧化的Ta單 

層。令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合， 

液晶面板化，而完成本發明第五實施例。關於儲存電容 

15的構成，係如第9圖（g）所示，例舉了含源極•汲極 

配線12、21與畫素電極22的一部分，而形成的儲存電極 

72和設在前段掃描線11的突起部，介著閘極絕緣層30A 

、第一非晶質矽層31A、第二非晶質矽層形成平面重疊的 

例子（左上往右下之斜線部52）。

第五實施例中，像這樣，源極•汲極配線1 2、21和 

第二非晶質矽層33B進行陽極氧化時，與汲極電極21電 

性相繫的畫素電極22也會露出，故畫素電極22也同時會 

被陽極氧化，這點與第一實施例有很大的不同。因此，隨 

著構成畫素電極22之透明導電層的膜質的不同，有時電 

阻値會因陽極氧化而增大，此時，必須先適當變更透明導 

電層的製膜條件，形成氧不足的膜質，但是透明導電層的 

透明度不會因陽極氧化而降低。再者，供汲極電極21、 

畫素電極22、和儲存電極72陽極氧化的電流也是經由絕 

緣閘極型電晶體的通道而供給，然而，由於畫素電極22 

的面積較大，故需要大的反應電流或長時間的反應，不論 

照射多強的外光，通道部的電阻都不會產生妨礙，在汲極 
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電極21和儲存電極72 ±，形成與信號線12上同等膜質 

和膜厚的陽極氧化層，僅利用反應時間的延長實有因應上 

的困難。然而，即使形成於汲極配線21上的陽極氧化層 

有些不完全，實際上多可獲致沒有妨礙的可靠性。之所以 

如此是由於如上所述，僅在信號線12上，以直流成份不 

會流通之方式事先形成絕緣層即可之故。

上述說明的液晶顯示裝置是使用TN型的液晶晶胞的 

構成，而藉由與畫素電極隔著特定距離所形成的一對對向 

電極和畫素電極，控制橫方向電場之 IPS ( In-Plain- 

Swticing )方式的液晶顯示裝置中，本發明所提案的工程 

減少是有用的，這部分將於後續的實施例中說明。

(第六實施例)

第六實施例，乃如第1 1圖(e )和第12圖(e )所示 

，在玻璃基板2的整面，以1.5/zm以上的厚度，最好爲

3 μ m左右的厚度來塗布以感光性聚丙烯酸樹脂39作爲透 

明性和耐熱性優的透明樹脂，藉由使用光罩的選擇性紫外 

線照射，在汲極電極21上和畫像顯示部以外的區域，分 

別在掃描線的一部分5上和信號線的一部分6上和儲存電 

容線的電極端子形成區域形成開口部 62、63、64、65， 

後烘培後，以感光性聚丙烯酸樹脂39作爲遮罩，選擇性 

去除開口部63、65內的閘極絕緣層30A、30B，到分別露 

出掃描線的一部分73 ( 5 )和儲存電容線的一部分75爲 

止，是利用與第二實施例相同的製造工程進行的。在開口
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部62、64內，於顯影之後，露出汲極電極2 1和信號線的

—部分 74(6) °

接著，在玻璃基板2的整面，使用SPT等真空製膜 

裝置，被覆以膜厚0.1至0・2“m左右之例如ITO作爲透 

明導電層，如第11(f)和第12圖(f)所示，使用微細 

加工技術，在包含露出在開口部62內的汲極電極21的中 

間導電層36A的一部分透明樹脂39上選擇性地形成：畫 

素電極41、和包含掃描線上1上與信號線12上的對向電 

極42。此時，包含開口部63內的掃描線的一部分73和 

開口部64內的信號線的一部分74作爲透明導電性的電極 

端子5A、6A，與習知例同様的，設有透明導電位的短路 

線40，藉由將電極端子5A、6A和短路線40之間形成爲 

細長的線狀，可高電阻化而形成靜電對策。

於IPS型液晶顯示裝置中，畫素電極41和對向電極 

42的間隙影響顯示，然而畫素電極4T和對向電極42，其 

電極內的電位爲一定，未影響顯示，故以透明導電層形成 

畫素電極41和對向電極42，不一定是最適當選擇。使用 

金屬性的例如 Ti、Cr、MoW 合金取代透明導電層時，電 

阻値降下，故畫素電極41和對向電極42的膜厚可以變薄 

，提升配向性，或是不須藉由選擇 Ti/ Al合金積層，在 

源極・汲極配線12、21的上層部配置Ti或Ta等中間金 

屬層，源極•汲極配線1 2、2 1的構成即可簡化。但是， 

選擇金屬性電極時，未實施與上述之靜電對策有別的靜電 

對策時，高電阻化有困難。在畫素電極4 1和對向電極42
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採用透明導電層的優點佳，是因同時生產TN型液晶面板

和IPS型液晶面板的量產工廠中，不需要更換濺鍍裝置的

標靶，或是不需要兩種濺鍍裝置等理由。

令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合， 

液晶面板化，而完成本發明第六實施例。關於儲存電容 

15的構成，係如第11圖（d ）所示，例舉了儲存電容線 

1 6和汲極電極21，中介著閘極絕緣層30B、第一非晶質 

矽層31B、第二非晶質矽層，而形成重疊的區域50（左上 

往右下之斜線部），構成儲存電容15之例，汲極電極21 

和前段的掃描線11，中介著閘極絕緣層30A，構成儲存 

電容1 5亦可。

第六實施例中，習知光學上無效的掃描線11上和信 

號線12上也可配置對向電極，此結果，賦予顯示的區域 

可擴大，可獲得高開口率的IPS型液晶顯示面板，不過， 

不易減少更多的製造工程數。於是，合理化鈍化形成，進 

一步減少製造工程數的發明，在第七和第八實施例說明。

（第七實施例）

第七實施例中，首先，與習知例同樣地，使用 SPT 

等真空製膜裝置，在玻璃基板2的一主面上，被覆膜厚 

0.1至0.3口 ΙΈ左右的例如Cr、Ta、Mo等或這些的合金或 

矽化物，作爲第一金屬層。

接著，使用PCVD裝置，在玻璃基板2的整面，分別

以例如0・3/zm、0.05“m、0.1“m左右的膜厚，依序被
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覆：作爲閘極絕緣層之第一 SiNx層30 :和作爲幾乎不含 

雜質之絕緣閘極型電晶體通道之第一非晶質矽層31；和 

作爲保護通道之絕緣層的第二SiNx層32等三種薄膜層， 

然後如第1 3圖（a ）和第1 4圖（a ）所示，利用半色調曝 

光技術，使保護絕緣層形成區域即閘極電極11A ±的區 

域 84A的膜厚例如形成爲2 “ m，比對應於兼作掃描線 

11和儲存電容線的對向電極16的區域84B ±的膜厚1

H m更厚的感光性樹脂84A、84B，且以感光性樹脂圖案 

84A、84B爲遮罩，選擇性地去除第二 SiNx層32 （通道 

保護層）、第一非晶質矽層31、閘極絕緣層30及第一金 

屬層，而露出玻璃基板2。

接著，利用氧電漿等灰化手段，令上述感光性樹脂圖 

案84A、84B的膜厚減少1 “ m以上時，感光性樹脂圖案 

84B消失，在掃描線11上露出第二SiNx層32A，在對向 

電極16上露出第二SiNx層32B，同時可只在保護絕緣層 

形成區域寬幅比閘極電極1 1 A更細的選擇性地蝕刻第二 

SiNx層32A作爲第二SiNx層32D，同時在掃描線11上 

露出第一非晶質矽層31A，且在對向電極16上露出第一 

非晶質矽層3 1 B °

去除上述感光性樹脂圖案84C後，如第1 3圖（c ）和 

第14圖（c）所示，在閘極電極11A的側面形成絕緣層 

76。因此，如第25圖所示，必須具有與掃描線1 1 （儲存 

電容線1 6也一樣，此處則省略圖示）並列綁束之配線77

、和在玻璃基板2的外周部電鍍（electroplating）或陽極
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氧化時用以賦予電位之連接圖案78，再者，使用根據電

漿CVD之非晶質矽層31和氮化矽層30、32之適當電漿

手段的製膜區域79，乃限定在靠連接圖案78的內側，至

少必須露出連接圖案7 8。採用有機絕緣層和陽極氧化層

那一層都可。

使用 PCVD裝置，在玻璃基板 2的整面，以例如 

0.05μπι左右的膜厚，被覆含雜質例如磷的第二非晶矽層 

33後，如第13圖（d）和第14圖（d）所示，在畫像顯 

示部以外的區域，使用微細加工技術，在掃描線11上形 

成開口部63A和儲存電容線16，或在並列綁束儲存電容 

線16的電極的電極端子上形成開口部65 A，且選性性地 

去除開口部63A內的第二非晶質矽層33和第一非晶質矽 

層3 1 A和閘極絕緣層3 0 A，並選性性地去除掃描線的一部 

分73、和開口部65A內的第二非晶質矽層33、和第一非 

晶質矽層31B、和閘極絕緣層3 0B，露出儲存電容線16 

的一部分75 ο

接著，在源極•汲極配線的形成工程中，使用 SPT 

等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚0.1/ζιώ左右的例如Ti 

、Ta等耐熱金屬薄膜層34作爲耐熱金屬層，且以膜厚爲 

0.3“ m左右的 A1薄膜層35作爲低電阻配線層。然後， 

利用微細加工技術，使用感光性樹脂圖案8 6，依序蝕刻 

由這兩層薄膜所構成的源極·汲極配線材和第二非晶質矽 

層33、和第一非晶質矽層3 1 A ' 31B，露出閘極絕緣層 

30A、3 0B，如第13圖（e ）和第14圖（e ）所示，選擇

・74-



1300873
（72）

性地形成：由34A和35A積層所構成之作爲畫素電極的 

絕緣閘極型電晶體的汲極電極21；和兼作源極配線的信 

號線12，同時亦形成：電極端子6，其係含源極·汲極配 

線12、21形成的同時所露出之部分掃描線73，並由掃描 

線的電極端子5和部分信號線所構成。此時，利用半色調 

曝光技術，事先形成信號線12上的86A的膜厚例如爲3 

μ m、比汲極電極21及電極端子5、6上的86B的膜厚例 

如］1.5 /z m更厚的感光性樹脂圖案86A、86B，這是第七實 

施例的重要特徵。

源極•汲極配線12、2 1形成後，利用氧電漿等灰化 

手段，令上述感光性樹脂圖案86A、86B的膜厚減少1.5 

“ m以上時，感光性樹脂圖案86B消失，如第13圖（f） 

和第14圖（f）所示，而露出汲極電極21和電極端子5

、6，同時可僅在信號線12 ±，選擇性地形成感光性樹脂

圖案86C，但是，由於利用上述氧電漿處理，使感光性樹 

脂圖案86C的圖案寬度變細時，信號線12的上面露出， 

可靠性降低，故以加強異向性，抑制圖案尺寸的變化爲佳

。再者，就源極•汲極配線12、2 1的構成而言，若電阻 

値的限制較鬆的話，則亦可簡化形成 Ta、Cr、MoW合金 

等單層。

令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合，

液晶面板化，而完成本發明第七實施例。IPS型液晶顯示

裝置由上述之說明可知悉，在主動式基板2上，不需要透

明導電性的畫素電極22，且在彩色濾光片的對向面上也
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不需要透明導電性的對向電極1 4。因而，也不需要源

極 汲極配線12、21上的中間導電層。第七實施例，由

於感光性樹脂圖案86C係連接於液晶，故感光性樹脂圖案

86C並不是以漆用酚醛（novolac）樹脂爲主成份的一般

主成份含丙烯基樹脂或聚醯 

有機絕緣層是很重要的。關 

第15圖（f）所示，例示了 

一部分和兼作儲存電容線之 

緣層30B、第一非晶質矽層 

面重疊所構成之例子（左上 

，關於靜電對策，則省略了

僅分別在信號線上形成有機 

少，但是，因爲有機絕緣層 

高精細面板的畫素較小時 ， 

處理，恐怕會因有高度差招 

之間隙精度的確保上產生障 

備藉由增設最小限度的工程 

技術。

（d）和第16圖（d）所示，

致相同於第七實施例的製造 

汲極配線形成工程中，使用

感光性樹脂，而使用純度高且 

亞胺樹脂之耐熱性高的感光性 

於儲存電容1 5的構成，係如 

畫素電極（汲極配線）21之 

對向電極16，中介著閘極絕 

31B、第二非晶質矽層形成平 

往右下之斜線部50 ）。再者 

記載。

本發明之第七實施例中， 

絕緣層，以達成製造工程的減 

的厚度通常爲1/zm以上，故 

使用平磨用布之配向膜的配向 

致非配向狀態，或在液晶晶胞 

礙之虞。在此，第八實施例具 

數，以變成有機絕緣層的鈍化

（第八實施例）

第八實施例係如第1 5圖 

至形成接觸工程爲止，係以大 

工程來進行。繼之，在源極、
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SPT等真空製膜裝置，依序被覆：膜厚0.1/zm左右的例 

如Ti、Ta等耐熱金屬薄膜層34作爲可施行陽極氧化的耐 

熱金屬層；和膜厚0.3/zm左右的A1薄膜層35作爲可施 

行陽極氧化的低電阻配線層。然後，利用微細加工技術， 

使用感光性樹脂圖案8 7，依序蝕刻由這兩層薄膜構成的 

源極、汲極配線材、第二非晶質矽層3 3、和第一非晶質 

矽層 3 1 A ' 3 1 B 5而露出閘極絕緣層 3 0 A ' 3 0 B °女D第15 

圖（e ）和第1 6圖（e ）所示，選擇性地形成：由3 4 A和 

35A積層所構成畫素電極之絕緣閘極型電晶體的汲極電極 

21、和兼作源極配線的信號線12，同時亦形成：電極端 

子 6，其係含源極、汲極配線12、21形成的同時所露出 

之部分掃描線73，並由掃描線的電極端子5和部分信號 

線所構成。此時，利用半色調曝光技術，事先形成信號線 

12上的87A （黑區域）的膜厚例如爲3“m，比汲極電極 

21及電極端子5、6上的區域87B （中間調區域）的膜厚 

1.5 // m更厚的感光性樹脂圖案86A、86B，這是第七實施 

例的重要特徵。

源極•汲極配線1 2、2 1形成後，利用氧電漿等灰化 

手段，令上述感光性樹脂圖案87A、87B的膜厚減少1.5 

“ ni以上時，感光性樹脂圖案87B消失，源極・汲極配線 

12、21露出，同時可僅在電極端子5、6上選擇性地形成 

感光性樹脂圖案87C ο在此，以感光性樹脂圖案87C作爲 

光罩，照射光同時如第15圖（f）和第16圖（f）所示地 

，將源極•汲極配線1 2、2 1施以陽極氧化，而形成氧化
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層68、69，同時將源極•汲極配線12、2 1下側面所露出

的第二非晶質矽層33A施以陽極氧化，而形成作爲絕緣

層的氧化矽層（SiO2 ） 66。

陽極氧化結束後，去除感光性樹脂圖案8 7 C時，如第 

15圖（g）和第16（g）所示，露出其表面具有低電阻薄 

膜層35A的電極端子5、6。但是，第15圖（f）和第16 

圖（f）中，以高電阻性構件，連接掃描線電極端子5和 

信號線電極端子6之間的靜電對策，並末特別圖示，所以 

在掃描線之電子端子5側面，沒有形成陽極氧化層，然而

，由於賦予設置開口部63 A，露出掃描線11之一部分73 

的工程，故靜電對策是容易的。此外，就源極·汲極配線 

12、21的構成而言，若電阻値的限制較鬆的話，則亦可 

簡化成得以實施陽極氧化的 Ta單層。令以此方式製成的 

主動式基板2和彩色濾光片貼合，液晶面板化，而完成本 

發明第八實施例。關於儲存電容15的構成，如第15圖（ 

g）所示，例舉了部分畫素電極21和對向電極16，介著 

閘極絕緣層3 0B、和第一非晶質矽層31B、和第二非晶質 

矽層而重疊的區域50（右下斜線部），構成儲存電容15 

的之例。

本發明的第九實施例中，合理化閘極絕緣層的連接形 

成工程，在對鈍化絕緣層的開口部形成時進行其處理，可 

獲得進一步的減少製造工程數的IPS型液晶顯示裝置。

（第九實施例）
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第九實施例中，係如第1 7圖（d ）和第1 8圖（d ）所 

示，在玻璃基板2上選擇性地形成：由34 A和35A的積 

層所構成之作爲畫素電極的絕緣閘極型電晶體的汲極電極 

2 1、和兼作源極配線的信號線12，同時形成由部分信號 

線所構成的電極端子6爲止，係以大致與第六實施例相同 

的製程來進行。其差異是在於儲存電容線16的圖案形狀 

，第九實施例中，儲存電容線16兼作對向電極。

接著，如第17圖（e）和第18圖（e）所示，以比 

0.5 /z m更厚，最好爲l・5“m左右的厚度來塗布感光性聚 

丙烯酸樹脂39作爲透明性和耐熱性優的透明樹脂，藉由 

使用光罩的選擇性紫外線照射，在畫像顯示部以外的區域 

，分別在掃描線的一部分5上和信號線的一部分6上和儲 

存電容線16的一部分75上形成開口部62、63、64、65 

。而且後烘培後，以感光性聚丙烯酸樹脂39作爲遮罩， 

選擇性去除開口部63、65內的閘極絕緣層30A、30B，而 

露出掃描線的一部分5和儲存電容線16的一部分75而分 

別作爲掃描線的電極端子5和儲存電容線的電極端子。再 

者，於第九實施例中，得知使用作爲無機材質的SiNx層 

取代感光性聚丙烯酸樹脂39作爲透明絕緣層，進行使用 

感光性樹脂的開口部形成工程亦可。

令以此方式製成的主動式基板2和彩色濾光片貼合， 

液晶面板化，而完成本發明第九實施例。在作爲鈍化絕緣 

層的透明絕緣層，採用較厚的感光性聚丙烯酸樹脂3 9時

，吸收對向電極16和畫素電極21具有的高度差，故配向
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處理很容易，不會發生非配向，反差比亦變高。而且，感

光性聚丙烯酸樹脂39依然殘留在玻璃基板2上，故進一

步減少製造工程數的優點亦大，不過無法賦予掃描線的電

極端子5和信號線的電極端子6電性連接的手段，故對靜

電而言，需要慎重處理是比較麻煩的地方。

關於儲存電容1 5的構成，係如第1 7圖（e ）所示， 

例舉了畫素電極22的一部分和對向電極16，中介著閘極 

絕緣層30B、第1非晶質矽層3 1A '第2非晶質矽層而重 

疊的區域5 0 （右下斜線部），構成儲存電容15之例，畫 

素電極21和前段的掃描線11，中介著閘極絕緣層30A， 

構成儲存電容15亦可。

（第十實施例）

於第九實施例中，在鈍化絕緣層使用透明性高的感光 

性聚丙烯酸樹脂或 SiNx層，然而應用藉由在連接形成工 

程的新合理化技術和第五、第七實施例所採用的源極·汲 

極配線與通道的陽極氧化的鈍化形成技術時，使用兩道光 

罩可得到IPS型液晶顯示裝置，故這部分在第十實施例說 

明。

第一實施例中，先在玻璃基板2之一主面上，使用 

SPT等真空製膜裝置，被覆膜厚0.1至0.3“ ΙΏ左右之可 

陽極氧化的第一金屬層。其次，在玻璃基板2的整面，使 

用 PCVD 裝置，分別以例如 0.3“m、0.05 fi m、0.1“ m 

左右的膜厚，依序被覆：作爲閘極絕緣層的第一 SiNx層
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30、幾乎不含雜質之絕緣閘極型電晶體的通道所屬的第一

非晶質矽層31、以及用以保護通道之成爲絕緣層的第二

SiNx層32等三種薄膜層，且如第19圖（a）和第20圖

（a ）所示，利用半色調曝光技術，在半導體層形成區域 

即閘極電極1 1 A ±的區域84A1、和掃描線11及信號線 

12交叉的近傍區域上的區域84A2、和對向電極16及信 

號線12交叉的近傍區域上的區域84A3、和儲存電容形成 

區域即對向電極16的一部分上的區域 84A4上、和畫素 

電極21及對向電極16交叉的近傍區域上的區域84A5上 

的膜厚例如爲2 μ m，比對應於兼作閘極電極1 1 A的掃描 

線1 1與對向電極16的感光性樹脂圖案84B的膜厚1 “ Π） 

更厚的感光性樹脂圖案84A1至84A5及85B，以感光性 

樹脂圖案 81A至 84A5以及 81B作爲遮罩，加上第二 

SiNx層32、第一非晶質矽層3 1以及閘極絕緣層層30而 

選擇性地去除第一金屬層，露出玻璃基板2。

以此方式製成對應於兼作閘極電極11A的掃描線11

和對向電極16的多層膜圖案後，接著利用氧電漿等灰化 

手段，令上感光性樹脂圖案84A1至84A5以及84B削減 

膜厚1 “ m以上時，感光性樹脂圖案84B消失，如第19 

圖（b）和第20圖（b）所示，在掃描線11上露出第二 

SiNx層32A，且在對向電極16上露出第二SiNx層32B， 

同時僅在閘極電極1 1 A上、和掃描線11及信號線12交 

叉的近傍區域上、和對向電極1 6及信號線1 2交叉的近傍 

區域上、和儲存電容形成區域上、和畫素電極21及對向
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電極16交叉的近傍領域上，選擇性地形成感光性樹脂圖

案84C1至84C5。上述氧電漿處理是以不降低後續的源極

・汲極配線形成工程的光罩對準精度的方式，加強異向性

以抑制圖案尺寸的變化爲佳，已如上所述。

與其它實施例相異，第十實施例是必須在蝕刻終止層 

形成時露出掃描線11，絕緣層76形成後進行氧電漿處理 

，故隨著絕緣層76的削減膜厚，解決課題方式變複雜， 

故建議在絕緣層76採用陽極氧化層。因此，在第22圖所 

示的連接圖案 78，使用鱷魚夾等連接手段，賦予掃描線 

11和對向電極16（圖未示）+ （正）電位。

在掃描線1 1側面形成絕緣層76後，如第1 9圖（c ） 

和第20圖（c）所示，以感光性樹脂圖案84C1至84C5 

作爲遮罩，在閘極電極1 1A ±、和掃描線1 1及信號線12 

交叉的近傍區域上，選擇性地殘留第二SiNx層32A、第 

一非晶質矽31 A和閘極絕緣層30A的積層，且在對向電 

極16及信號線12交叉的近傍區域上、和儲存電容形成區 

域上、和畫素電極21及對向電極16交叉的近傍區域上， 

選擇性地殘留第二SiNx層32B、第一非晶質矽31B和閘 

極絕緣層30B的積層，同時蝕刻掃描線11上的第二SiNx 

層32A、第一非晶質矽層31A及閘極絕緣層30A、和對向 

電極16上的第二SiNx層32B、第一非晶質矽層31B及閘 

極絕緣層3 0B，分別露出掃描線1 1和對向電極16。

而且施以氧電漿處理，使上述感光性樹脂圖案84C1

至84C5的膜厚，等向性地減少0.5 “ m左右作爲感光性

-82-



1300873
（80）

樹脂圖案84D1至84D5時，在84D1至84D5的周圍，第

二SiNx層32A、32B露出寬幅0.5“ m左右。此在，如第

1 9圖（d ）和第 2 0圖（d ）所示，以感光性樹脂圖案

84D1至84D5作爲遮罩，選擇性地去除閘極電極1 1 A上

的第二SiNx層32A作爲保護絕緣層（第二SiNx層）32D

，部分性的露出第一非晶質矽層31 Α θ

然後，去除上述感光性樹脂圖案84D1至84D5後， 

使用PCVD裝置，在玻璃基板2的整面，以例如0.05 n m 

左右的膜厚被覆含雜質例如磷的第二非晶質矽層33，在 

源極•汲極配線的形成工程中，使用 SPT等真空製膜裝 

置，依序被覆：膜厚0.1"m左右的例如Ti、Ta等耐熱金 

屬薄膜層34作爲可陽極氧化的耐熱金屬層，以及膜厚0.3 

//m左右的A1薄膜層35同樣作爲可陽極氧化的低電阻配 

線層。然後，.藉由微細加工技術，使用感光性樹脂圖案 

87，依序蝕刻：由這兩層薄膜所構成的源極・汲極配線材

、第二非晶質矽層33和第一非晶質矽層31 A > 31B，露出 

閘極絕緣層30A、30B，女［］第19圖（e）和第20圖（e） 

所示，選擇性地形成由34A和35A的積層所構成之作爲 

畫素電極的絕緣閘極型電晶體的汲極電極21和兼作源極 

配線的信號線12，在源極・汲極配線12、21形成的同時 

所露出的部分掃描線上，也形成由掃描線的電極端子5和 

部分信號線所構成的電極端子6。此時，使用半色調曝光 

技術，形成比電極端子5、6上的87A的膜厚（黑區域） 

例如爲3 “ in、比對應於源極•汲極配線1 2、2 1的區域
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8 7B （中間調區域）的膜厚1.5 “ m更厚的感光性樹脂圖

案87A > 87B的情形，也是第十實施例的重要特徵。

源極•汲極配線1 2、2 1形成後，利用氧電漿等灰化 

手段，使上述感光性樹脂圖案87A、87B削減膜厚1.5

“m以上時，感光性樹脂圖案87B消失，露出源極・汲極 

配線1 2、2 1，同時僅在電極端子5 > 6上，選擇性地形成 

感光性樹脂圖案87C ο在此，以感光性樹脂圖案87C作爲 

光罩，照射光，同時如第19圖（f）和第20圖（f）所示 

，以源極•汲極配線1 2、2 1作爲陽極氧化，形成氧化層

68、69，同時將源極・汲極配線12、21下側面所露出的 

第二非晶質矽層33A施以陽極氧化，形成作爲絕緣層的 

氧化矽層（SiCH ） 66 ο此時，所露出的掃描線11和對向 

電極16亦同時陽極氧化，在其表面形成氧化層71。亦如 

第22圖所示，在主動式基板2上形成並列綁束掃描線1 1 

的配線77和連接圖案78，故源極•汲極配線12、21陽 

極氧化的同時，掃描線11的陽極氧化也很容易實施。再 

者，亦在掃描線1 1和對向電極1 6上面施行陽極氧化，形 

成絕緣層之故，在掃描線11形成可陽極氧化的金屬，即 

可選擇Ta單層、Al （ Zr > Ta）合金等單層構成或Al/ Ta

、Ta/ Al/ Ta > Al/Al（Ta、Zr ）合金等積層構成的情形 

，如以上所述。

陽極氧化結束後，去除感光性樹脂圖案87C時，如第

19圖（g）和第20圖（g）所示，在其側面具有陽極氧化

層，且露出由低電阻金屬層35A所構成的電極端子5、6
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。再者，就源極•汲極配線12、21的構成而言，電阻値

的限制較鬆的話，亦可簡化形成可陽極氧化的Ta單層。

以此方式獲得的主動式基板2和彩色濾光片貼合而液 

晶面板化，完成本發明的第十實施例。關於儲存電容15 

的構成，則如第19圖（f）所示，顯示畫素電極（汲極電 

極）21和對向電極（儲存電容線）16，中介著閘極絕緣 

層30B、第一非晶質矽層31B、第二SiNx層32E和第二 

非晶質矽層的積層形成平面重疊而構成的例子（左上往右 

下之斜線部50），不過儲存電容15的構成並不限於此， 

亦可在畫素電極和前段掃描線之間，中介著含閘極絕緣層 

的絕緣層所構成。此外，其它構成亦可，不過省略詳細的 

說明。

［發明之效果］

如以上所述，本發明所 

極型電晶體在通道上具有保 

內的源極•汲極配線上，或 

有機絕緣層，或將由可陽極 

成的源極・汲極配線施以陽 

層，藉此方式，可賦予主動 

發明所記載之液晶顯示裝置 

氧化在通道上形成氧化矽層 

極配線材所構成的源極·汲 

化，而在其表面形成絕緣層 

記載的液晶顯示裝置，絕緣閘 

護絕緣層，故僅在畫像顯示部 

僅信號線上選擇性地形感光性 

氧化的源極・汲極配線材所構 

極氧化，而在其表面形成絕緣 

式基板鈍化功能。同樣地，本 

的其他一部分中，係藉由陽極 

，故將可陽極氧化之源極·汲 

極配線與通道同時施以陽極氧 

，藉此方式，可賦予主動式基
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板鈍化功能 

矽層作爲半 

性。換言之 

化的附加效 

由半色調曝 

線的電極端 

的效果。

本發明 

以一道光罩 

工程，來達 

絕緣層或陽 

也以有機絕 

描線和信號

力口上，

線以一道光 

習知的5次 

晶顯示裝置

，工業的價 

的高，所以 

管理也比較 

再者， 

極和畫素電 

例之IPS型 

閘極絕緣層

。因此，不 

導體層的絕

，藉由鈍化 

果。此外， 

光技術的導 

子上，而可 

的宗旨在於 

來處理掃描 

成工程的減 

極氧化層時 

緣層或陽極 

線之間的層 

藉由模擬畫 

罩來形成等 

進一步減少

，從液晶顯 

値極大。而 

不會對良率 

容易實施。 

第六實施例 

極間所生的 

液晶顯不裝 

和液晶層，

需具備特別

緣閘極電晶

形成，亦具

源極汲極配 

入，可選擇 

獲致得以阻

，可藉由半 

線的形成工 

少，在露出

，同時在掃 

氧化層來塡 

間短路，附 

素電極的導 

之合理化，

，而使用4 

示裝置之成 

且，這些工 

或品質造成

之IPS型液 

電場，僅施 

置中，同樣 

此外第八實

的加熱工程 

體，不需要 

有不會發生 

線進行陽極 

性地保護掃 

止微影蝕刻

色調曝光技 

程和蝕刻終 

的掃描線側 

描線上的閘 

補存在的針 

加效果大。

入，將畫素 

可使微影蝕 

道或3道光 

本減少的觀 

程的圖案精 

很大的影響

晶顯示裝置 

加於液晶層 

可施加於對 

施例的IPS 

，以非晶質 

過度的耐熱 

電性性能劣 

氧化時，藉 

描線或信號 

工程數增加 

術的導入， 

止層的形成 

面形成有機 

極絕緣層， 

孔?減少掃 

電極和掃描 

刻工程數從 

罩來製作液 

點來看的話 

度不是那麼

?因此生產 

中，對向電 

，第七實施 

向電極上的 

型液晶顯示
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裝置中，同樣可 

和畫素電極的陽 

顯示裝置中，同 

晶層和畫素電極 

知之諸多缺陷的 

的燒焦殘影現象 

的陽極氧化層， 

所以不會產生電 

液晶顯示裝置中

，對向電極和畫 

緣層、液晶層和 

陷的劣質鈍化絕 

而產生顯示畫像 

面爲平坦，故不

，獲得無非配向 

再者，本發

止型絶縁閘極型

，以一道光罩來

成工程，同時在

有機絕緣層或陽

素電極、閘極絕

導體裝置、或者

亦知使用反射型

，再者，絕緣閘 

施加於對向電極上的 

極氧化層，而且第十 

樣可施加於對向電極 

上的陽極氧化層，故 

劣質鈍化絕緣層，具 

的優點。這是因爲汲 

相較於絕緣層，可發 

荷蓄積之故。而且，

，若採用透明樹脂層 

素電極之間所生的電 

透明樹脂層，故不會 

緣層，然而雖有因透 

之燒焦殘影現象之虞 

因配向條件就能形成 

之高反差比的畫像。 

明之要件由上述說明 

電晶體中，可藉由半 

處理掃描線的形成工 

所露出的掃描線和對 

極氧化層之點，關於 

緣層等材質或膜厚等 

其製造方法的差異皆 

液晶顯示裝置中?本 

極型電晶體的半導體 

閘極絕緣層、液晶層 

實施例的IPS型液晶 

上的陽極氧化層、液 

任一者皆不會存有習 

有難以產生顯示畫像 

極配線(畫素電極) 

揮高電阻層之功能， 

第九實施例的IPS型 

作爲鈍化絶縁層的話 

場，可施加於閘極絕 

存在有習知之諸多缺 

明樹 脂層之硬化條件

,但主動式基板的表 

均勻性高的配向處理 

即可明白，於蝕刻終 

色調曝光技術的導入 

程和蝕刻終止 層的形 

向電極的側面，形成 

除此之外的構成，畫 

不同的顯示裝置用半 

屬於本發明的範疇， 

發明的實用性亦不變 

層亦不侷限 於非晶質
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矽。

【圖式簡單說明】

第1圖是關於本發明第一實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的平面圖。

第2圖是關於本發明第一實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的製造工程剖面圖。

第3圖是關於本發明第二實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的平面圖。

第4圖是關於本發明第二實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的製造工程剖面圖。

第5圖是關於本發明第三實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的平面圖。

第6圖是關於本發明第三實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的製造工程剖面圖。

第7圖是關於本發明第四實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的平面圖。

第8圖是關於本發明第四實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的製造工程剖面圖。

第9圖是關於本發明第五實施形態之顯示裝置用半導 

體裝置的平面圖。

第10圖是關於本發明第五實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的製造工程剖面圖。

第11圖是關於本發明第六實施形態之顯示裝置用半
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導體裝置的平面圖。

第12圖是關於本發明第六實施形態之顯示裝置用半

導體裝置的製造工程剖面圖。

第13圖是關於本發明第七實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的平面圖。

第14圖是關於本發明第七實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的製造工程剖面圖。

第15圖是關於本發明第八實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的平面圖。

第16圖是關於本發明第八實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的製造工程剖面圖。

第17圖是關於本發明第九實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的平面圖。

第18圖是關於本發明第九實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的製造工程剖面圖 。

第19圖是關於本發明第十實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的平面圖。

第20圖是關於本發明第十實施形態之顯示裝置用半 

導體裝置的製造工程剖面圖。

第21圖是關於本發明第一至第九實施例之供絕緣層 

形成的連接圖案的配置圖。

第22圖是關於本發明第十實施例絕緣層的連接圖案 

的配置圖。

第23圖是表示液晶面板之安裝狀態的立體圖。
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第 24 圖 是 液 晶 面 板 的 等 效 電 路 圖 ο

第 25 圖 是 習 知 液 晶 面 板 的 剖 面 圖 ο

第 26 圖 是 習 知 例 之 主 動 式 基 板 的 平 面 圖 Ο

第 27 圖 是 習 知 例 之 主 動 式 基 板 的 製 工 程 剖 面 圖。

第 28 圖 是 合 理 化 之 主 動 式 基 板 的 平 面 圖 ο

第 29 圖 是 合 理 化 之 主 動 式 基 板 的 製 工 程 剖 面 圖。

圖號說明〕

1 ：液晶面板

2：主動式基板（玻璃基板）

3 :半導體積體電路晶片

4 : TCP薄膜

5 ：掃描線的電極端子、掃描線的一部分

6 :信號線的電極端子、信號線的一部分

9 :彩色濾光片（相對的玻璃基板）

10 :絕緣閘極型電晶體

11：掃描線（閘極電極）

1 1 A ：閘極配線、閘極電極

1 2 : 信號線（源極配線、源極電極）

1 6 : 儲存電容線（IPS型對向電極）

1 7 : 液晶

1 8 : 偏光板

20 : 配向膜

2 1 : 汲極電極（IPS型畫素電極）
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22 :（透明導電性）畫素電極

30、30A、30B、30C :閘極絕緣層（第 ISiNx 層）

31、31A、31B、31C：（不含雜質）第1非晶質矽j

32、32 A、32B、32C :第 2SiNx 層

32D :通道保護絕緣層（蝕刻終止層、保護絕緣層）

33、33A、33B、33C：（含雜質）第2非晶質矽層

34、 3 4 A ·（可陽極氧化）耐熱金屬層

35、 35A：（可陽極氧化）低電阻金屬層（Al）

36、 36A：（可陽極氧化）中間導電層

37 :鈍化絕緣層

41 : IPS型液晶顯示裝置的畫素電極

42 : IPS型液晶顯示裝置的對向電極

50、51、52 :儲存電容形成區域

62 :（汲極電極上的）開口部

63、 63A ：（掃描線上的）開口部

64、 64A ：（信號線上的）開口部

65、 65A ：（對向電極上的）開口部

66 :含雜質的氧化矽層

68 :陽極氧化層（氧化钛、TiO2）

69 :陽極氧化層（氧化鋁、A12O3 ）

70 :陽極氧化層（五氧化鉅、Ta2O5 ）

71 :（對向電極的）陽極氧化層

72 :儲存電極

7 3 : 掃描線的——咅13分
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74：信號線的一部分

76 :形成於掃描線側面的絕緣層

80A、80B、8 1A、8 1 B、82 A、82B、84 A、84 Ε 、

87Α、87Β ：（以半色調曝光形成的）感光性樹脂圖案

83Α :（供畫素電極形成的一般）感光性樹脂圖案

85 :感光性有機絕緣層

86Α、86Β :（以半色調曝光形成的）感光性有機絕緣層

91 :透明導電層

92 :第一金屬層
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伍、中文發明摘要

發明名稱：液晶顯示裝置及㊁ 
本發明係提供一種液晶顯示: 

題在於針對減少習知製造工程數ι 

度縮短時5製造餘裕度（margin） 

本發明之解決手段係具備： 

曝光技術的導入，將掃描線的形： 

成工程合理化的新穎技術；和藉I 

極配線的陽極氧化工程，導入半, 

端子之保護層形成工程合理化的: 

技術同時形成畫素電極和掃描線.

，以構築TN型液晶顯示裝置和 

道光罩製程、三道光罩製程的發目

£製造方法

转置及其製造方法，其課 

与製造方法中，當通道長 

變小而良率降低。

藉由半色調（halftone） 

茨工程和蝕刻終止層的形 

曲在公知技術之源極、汲 

色調曝光技術，以將電極 

折穎技術；和利用與公知 

Z合理化技術的技術組合 

IPS型液晶顯示裝置的四

陸♦英文發明摘要

發明名稱：
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拾、申請專利範圍

1. 一種底部閘極型的絕緣閘極型電晶體，其特徵爲

在絕緣基板的主面上形 

的側面形成絕緣層，同時在 

的閘極絕緣層和不含雜質的 

導體層上，形成寬幅比上述 

在上述保護絕緣層之一部分 

板上，形成由含雜質的第二 

所積層而構成的源極·汲極

2. 如申請專利範圍第 

緣閘極型電晶體，其中，絕

3. 如申請專利範圍第 

緣閘極型電晶體，其中，閘 

層所構成，且絕緣層是陽極

4. 如申請專利範圍第 

緣閘極型電晶體，其中，閘 

層的積層所構成5且絕緣層

5. 一種液晶顯示裝置 

絕緣閘極型電晶體、兼作前 

極之掃描線、兼作源極配線 

線之，畫素電極等等之單位畫 

透明性絕緣基板；和與上述 

二透明性絕緣基板或是彩色 

成閘極電極，在上述閘極電極 

上述閘極電極上形成一層以上 

第一半導體層，在上述第一半 

閘極電極還細的保護絕緣層， 

上和第一半導體層上和絕緣基 

半導體層與一層以上的金屬層 

配線。

1項所記載的底部閘極型的絕 

緣層爲有機絕緣層。

1項所記載的底部閘極型的絕 

極電極是由可陽極氧化的金屬 

氧化層。

1項所記載的底部閘極型的絕 

極電極是由透明導電層與金屬 

是有機絕緣層。

,係於在一主面上至 少具有： 

述絕緣閘極型電晶體的閘極電 

之信號線、以及連接於汲極配 

素被配列成二維矩陣狀的第一 

第一透明性絕緣基板相對的第 

濾光片之間塡充液晶而構成的
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液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，形成有由一 

層以上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描 

線，

在閘極電極上，形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上，形成寬幅比閘極電極還細的 

保護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，

在上述部分保護絕緣層上、第一半導體層上以及第一 

透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一層 

以上可陽極氧化之金屬層的積層所構成的源極(信號線)

•汲極配線、和包含上述開口部周邊之第一半導體層與第 

二半導體層與一層以上可陽極氧化之金屬層的積層所構成 

的掃描線的電極端子，

在上述汲極配線之一部分上與第一透明性絕緣基板上

，形成透明導電性的畫素電極、和在畫像顯示部以外的區 

域於信號線上形成透明導電性的電極端子，

除了上述汲極配線之與畫素電極重疊的區域與信號線 

的電極端子的區域以外，在源極・汲極配線的表面，形成 

陽極氧化層。

6. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有：

絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電
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極之掃描線、兼作源極配線之信號線、以及連接於汲極配

線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀的第一

透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相對的第

二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而構成的

液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，形成由一層

以上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線

在閘極電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質 

的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分與第一半導體層上與第一 

透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一層 

以上之第二金屬層的積層所構成的源極(信號線)•汲極 

配線，

在上述汲極配線上與畫像顯示部以外的區域，於上述 

第一透明性絕緣基板上形成在掃描線與信號線的電極端子 

形成區域上具有開口部的透明絕緣層，

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層

包含上述汲極配線上的開口部，而在透明絕緣層上形 

成透明導電性的畫素電極。

7. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有：
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絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電 

極之掃描線、兼作源極配線之信號線、以及連接於汲極配 

線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀的第一 

透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相對的第 

二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而構成的 

液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由透明導 

電層與第一金屬層的積層所構成且其側面具有絕緣層的掃 

描線、和透明導電性的畫素電極與信號線的電極端子，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，而於上述開口部內露出作爲掃描線的電極端 

子的透明導電層，

在上述保護絕緣層之一部分上與第一半導體層上與第 

一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一 

層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信號線）

、和在上述信號線的電極端子的一部分上形成由一層以上 

的第二金屬層所構成的上述源極配線的一部分、和在上述 

保護絕緣層的一部分上和第一半導體層上及第一透明性絕 

緣基板上形成由含雜質的第二半導體層與一層以上的第二 

金屬層的積層所構成的汲極配線、和在上述部分畫素電極
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上形成由一層以上的第一金屬層所構成的上述汲極配線的

一部分，

在上述源極・汲極配線上形成感光性有機絕緣層。

8. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有：

絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電 

極之掃描線、兼作源極配線之信號線、以及連接於汲極配 

線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀的第一 

透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相對的第 

二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而構成的 

液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由透明導 

電層與第一金屬層的積層所構成，且其側面具有絕緣層的 

掃描線與透明導電性的畫素電極，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，並在上述開口部內露出透明導電層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上以及 

第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與 

一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線(信號線 

)；和在上述保護絕緣層之一部分上、第二半導體層上以 

及第一透明性絕緣基板上形成由含雜質的第二半導體層與 
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一層以上的第二金屬層的積層所構成的汲極配線；和在上 

述畫素電極之一部分上形成由一層以上的第二金屬層所構 

成的上述汲極配線的一部分；和包括上述開口部周邊的第 

一半導體層、第二半導體層以及上述開口部內的透明導電 

層形成由第二金屬層所構成的掃描線的電極端子；和在畫 

像顯示部以外的區域由部分信號線所構成的信號線的電極 

端子5

除了上述信號線的電極端子上以外，在信號線上形成 

有感光性有機絕緣層。

9. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有：

絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電 

極之掃描線、兼作源極配線之信號線、以及連接於汲極配 

線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀的第一 

透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相對的第 

二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而構成的 

液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，形成由透明 

導電層與第一金屬層的積層所構成，且其側面具有絕緣層 

的掃描線與透明導電位的畫素電極 ，

在閘極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜 

質的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成有寬幅比閘極電極還細的

保護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層
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形 成 開 口 部 並 在 上 述 開 口 部 內 露 出 透 明 導 電 層

在 上 述 保 護 絕 緣 層 之 一 部 分 上 第 一 半 導 體 層 上 以 及

第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 上 形 成 由 含 雜 質 的 第 二 半 導 體 層 與

—- 層 以 上 的 可 陽 極 氧 化 的 金 屬 層 的 積 層 所 構 成 的 源 極 配 線

( 信 號 線 ) 和 在 上 述 部 分 保 護 絕 緣 層 上 第 一 半 導 體 層

上 及 第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 上 形 成 由 含 雜 質 的 第 二 半 導 體 層

與 —- 層 以 上 的 可 陽 極 氧 化 的 金 屬 層 的 積 層 所 構 成 的 汲 極 配

線 和 在 上 述 畫 素 電 極 之 一 部 分 上 形 成 由 可 陽 極 氧 化 的 金

屬 層 所 構 成 的 上 述 汲 極 配 線 之 —- 部 分 和 包 括 上 述 開 □ 部

周 邊 的 第 —- 半 導 體 層 第 二 半 導 體 層 與 上 述 開 口 部 內 的 透

明 導 電 層 形 成 由 可 陽 極 氧 化 的 屬 層 所 構 成 的 掃 描 線 的 電

極端子；和在畫像顯示部以外的區域形成由信號線之一部 

分所構成的信號線的電極端子，

除了上述信號線的電極端子上以外，在源極・汲極配 

線上形成陽極氧化層。

10. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有絕 

緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電極 

的掃描線、兼 作源極 配線的信號線、連接於前述絕緣閘極 

型電晶體的汲極之畫素電極、以及與前述畫素電極隔著特 

定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列成二維矩 

陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性絕緣基 

板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液 

晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以
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晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以 

上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與 

對向電極，

在對向電極上形成有一層以上的閘極絕緣層、和在閘 

極電極上形成有一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一 

半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部，

在上述保護絕緣層部之一部分上、第一半導體層上及 

第一透明性絕緣基板上，形成有由含雜質的第二半導體層 

與一上層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信 

號線）•汲極配線（畫素電極）、和包含上述開口部周邊 

的第一半導體層與第二半導體層並由第二金屬層所構成的 

掃描線的電極端子、和在畫像顯示部以外的區域由部分信 

號線所構成的信號線的電極端子、

除了上述信號線的電極端子上以外，在信號線上形成 

感光性有機絕緣層。

12. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有絕 

緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電極 

之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於前述絕緣閘極 

型電晶體的汲極之畫素電極、以及與前述畫素電極隔著特
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定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列成二維矩

陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性絕緣基

板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液

晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以 

上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與 

對向電極，

在對向電極上形成一層以上的閘極絕緣層；和在閘極 

電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一半導 

體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線上的閘極絕緣層 

形成開口部

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上及第 

一透明性絕緣基板上，形成：由含雜質的第二半導體層與 

一層以上之可陽極氧化的金屬層的積層所構成的源極配線 

（信號線）•汲極配線（畫素電極）；和包含上述開口部 

周邊的第一半導體層與第二半導體層形成由可陽極氧化的 

金屬層所構成的掃描線的電極端子；和在畫像顯示部以外 

的區域形成由信號線之一部分所構成的信號線的電極端子

除了上述信號線的電極端子上以外，在源極·汲極配

線的表面形成陽極氧化層。
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13. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有絕 

緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電極 

之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於前述絕緣閘極 

型電晶體的汲極之畫素電極、以及與前述畫素電極隔著特 

定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列成二維矩 

陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性絕緣基 

板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液 

晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以 

上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與 

對向電極，

在對向電極上形成一層以上的閘極絕緣層；和在閘極 

電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質的第一半導 

體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上以及 

第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層以 

及一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配線（信號 

線）•汲極配線（畫素電極），

在畫像顯示部以外的區域，於第一透明性絕緣基板上 

形成之在掃描線的電極端子形成區域上與由部分信號線所 

構成的信號線的電極端子上具有開口部之透明絕緣層，

在上述開口部內露出作爲掃描線的電極端子之部分掃
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描線與信號線之電極端子。

14. 一種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有絕 

緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電極 

之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於前述絕緣閘極 

型電晶體的汲極之畫素電極、以及與前述畫素電極隔著特 

定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列成二維矩 

陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性絕緣基 

板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液 

晶而構成的液晶顯示裝置，其特徵爲：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上形成由一層以 

上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線與 

對向電極，

在對向電極上形成絕緣層，

在閘極電極上形成閘極絕緣層、不含雜質的第一半導 

體層以及比上述第一半導體層還小的保護絕緣層，

在掃描線與信號線的交叉點附近上、對向電極與信號 

線的交叉點附近上以及對向電極與畫素電極的交叉點附近 

上，形成比閘極絕緣層與上述閘極絕緣層還小的第一半導 

體層與保護絕緣層，

在掃描線與信號線的交叉點上、對向電極與信號線的 

交叉點上以及對向電極與畫素電極的交叉點上的閘極絕緣 

層上，形成第一半導體層與含雜質之第二半導體層，在保 

護絕緣層上形成含雜質之第二半導體層

在閘極電極上的部分保護絕緣層上、第一半導體層上
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以及第一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體 

層與一層以上可陽極氧化的金屬層的積層所構成的源極配 

線（信號線）•汲極配線（畫素電極）、和由部分信號線 

所構成的信號線的電極端子、和在畫像顯示部以外的區域 

包含部分掃描線並在第一透明性絕緣基板上形成由含雜質 

的第二半導體層與一層以上可陽極氧化的金屬層的積層所 

構成的掃描線的電極端子，

除了上述電極端子上以外，在源極·汲極配線的表面 

形成陽極氧化層。

15. 如申請專利範圍第 5、6、7、8、9、10、1 1、12 

及13項所記載的液晶顯示裝置，其中，形成在掃描線之 

側面的絕緣層爲有機絕緣層。

16. 如申請專利範圍第5、6、10、11、12、13及14

項所記載的液晶顯示裝置，其中，第一金屬層是由可陽極 

氧化的金屬層所構成，形成在掃描線之側面的絕緣層是陽 

極氧化層。

17. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有：絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶 

體之閘極電極之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於 

汲極配線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀 

的第一透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相 

對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而 

構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：
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形成透明導電性的畫素電極、和在畫像顯示部以外的區域

，於信號線上形成透明導電位的電極端子、和在掃描線的

電極端子上形成透明導電性的電極端子的工程；及

以使用於上述畫素電極與電極端子的選擇圖案形成的 

感光性樹脂圖案作爲遮罩，保護透明導電性的畫素電極與 

透明導電性的電極端子，同時陽極氧化源極・汲極配線的 

工程。

18. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有：絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶 

體之閘極電極之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於 

汲極配線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀 

的第一透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相 

對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而 

構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比 

其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻上述保護 

絕緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的 

工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的

工程；
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在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式形成由第二非晶 

質矽層、一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極(信 

號線)•汲極配線的工程；

在上述第一透明性絕緣基板上形成在汲極配線上、以 

及在畫像顯示部以外的區域之掃描線的電極端子形成區域 

上，與在部分信號線所構成的信號線的電極端子上皆具有 

開口部的透明絕緣層的工程 ；

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層 

而露出部分掃描線的工程；及

包含汲極配線上的開口部內而將透明導電性的畫素電 

極，形成在上述透明絕緣層上的工程。

19. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有：絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶 

體之閘極電極之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於 

汲極配線之畫素電極等等之單位畫素被配列成二維矩陣狀 

的第一透明性絕緣基板；和與上述第一透明性絕緣基板相 

對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液晶而 

構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵爲具有：

至少在第一透明性絕.緣基板的一主面上，依序被覆：
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透明導電層、第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含

雜質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程 ；

對應於掃描線與畫素電極以及掃描線與信號線的電極 

端子，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比其它區域還厚 

的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻保護絕緣 

層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層、第一金屬層以及透明 

導電層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫素電極上與畫像顯示部以外的區域，在掃描線與 

信號線的模擬電極端子上形成具有開口部的感光性樹脂圖 

案，並選擇性去除上述開口部內的第二非晶質矽層、第二 

非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層，而露出透明導 

電性的畫素電極與電極端子的工程；及

被覆一層以上的第二金屬層後，以部分與由第二非晶 

質矽層與第二金屬層的積層所構成的上述保護絕緣層重疊 

的方式，形成包含信號線的電極端子並在其表面具有感光 

性有機絕緣層的源極配線(信號線)，與形成包含畫素電
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1

極 並 在 其 表 面 具 有 感 光 性 有 機 絕 緣 層 的 汲 極 配 線 的 工 程 ο

2 0 - 一 種 液 晶 顯 示 裝 置 之 製 造 方 法 係 於 在 一 主 面 上

至 少 具 有 : 絕 緣 閘 極 型 電 晶 體 兼 作 前 述 絕 緣 閘 極 型 電 晶

體 之 閘 極 電 極 之 掃 描 線 兼 作 源 極 配 線 之 信 號 線 連 接 於

汲 極 配 線 之 畫 素 電 極 等 等 之 單 位 畫 素 被 配 列 成 二 維 矩 陣 狀

的 第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 9 和 與 上 述 第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 相

對 的 第 二 透 明 性 絕 緣 基 板 或 是 彩 色 濾 光 片 之 間 塡 充 液 晶 而

構 成 的 液 晶 顯 示 裝 置 之 製 造 方 法 9 其 特 徵 爲 具 有 :

至 少 在 第 一 透 明 性 絕 緣 基 板 的 一 主 面 上 依 序 被 覆 :

透 明 導 電 層 第 一 金 屬 層 —* 層 以 上 的 閘 極 絕 緣 層 不 含

雜 質 的 第 ―- 非 晶 質 矽 層 以 及 保 護 絕 緣 層 的 工 程 9

對 應 於 掃 描 線 與 畫 素 電 極 而 形 成 保 護 絕 緣 層 形 成 IS 域

上 的 膜 厚 比 其 它 區 域 還 厚 的 感 光 性 樹 脂 圖 案 的 工 程 9

以 上 述 感 光 性 樹 脂 圖 案 作 爲 遮 罩 9 而 依 序 蝕 刻 : 保 護

絕 緣 層 、 第 一 非 晶 質 矽 層 閘 極 絕 緣 層 第 一 金 屬 層 以 及

透 明 導 電 層 的 工 程 9

減 少 上 述 感 光 性 樹 脂 圖 案 的 膜 厚 而 露 出 保 護 絕 緣 層 的

工 程

在 閘 極 電 極 上 留 下 寬 幅 比 閘 極 電 極 還 細 的 保 護 絕 緣 層

而 露 出 第 一 非 晶 質 矽 層 的 工 程

減 少 膜 厚 的 上 述 感 光 性 樹 脂 圖 案 被 去 除 後 在 掃 描 線

之 側 面 形 成 絕 緣 層 的 工 程

全 面 被 覆 含 雜 質 的 第 二 非 晶 質 矽 層 的 工 程 9

在 畫 素 電 極 上 與 畫 像 顯 示 部 以 外 的 IS 域 形 成 在 掃 描
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線之模擬電極端子上具有開 

性去除上述開口部內的第二 

、閘極絕緣層以及第一金屬 

電極與部分掃描線的工程；

在被覆一層以上的第二 

保護絕緣層重疊的源極配線 

的部分與上述保護絕緣層重 

導電性的部分掃描線的掃描 

顯示部以外的區域由部分信 

子而且信號線上的膜厚比其 

層圖案等工程；

以上述感光性有機絕緣 

一層以上的第二金屬層、第 

矽層，而形成掃描線、信號 

配線的工程；及

減少上述感光性有機絕 

線、信號線的電極端子以及

21. 一種液晶顯示裝置 

至少具有：絕緣閘極型電晶 

體之閘極電極之掃描線、兼 

汲極配線之畫素電極等等之 

的第一透明性絕緣基板；和 

對的第二透明性絕緣基板或 

構成的液晶顯示裝置之製造 

口部的感光性樹脂圖案，選擇 

非晶質矽層、第一非晶質矽層 

層，而露出透明導電性的畫素 

金屬層後，形成：部分與上述

（信號線）、和含有畫素電極 

疊的汲極配線、含有上述透明 

線的電極端子、對應於在畫像 

號線所構成的信號線的電極端 

它區域還厚的感光性有機絕緣 

層圖案作爲遮罩，選擇性去除 

二非晶質矽層以及第一非晶質 

線的電極端子以及源極·汲極 

緣層圖案的膜厚，而露出掃描 

汲極配線的工程。

之製造方法，係於在一主面上 

體、兼作前述絕緣閘極型電晶 

作源極配線之信號線、連接於 

單位畫素被配列成二維矩陣狀 

與上述第一透明性絕緣基板相 

是彩色濾光片之間塡充液晶而 

方法，其特徵爲具有：
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至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

透明導電層、第一金屬層、閘極絕緣層、不含雜質的第一

非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與畫素電極，形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程 ；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層、第一金屬層以及透 

明導電層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出保護絕緣層 

的工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

，而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線之側 

面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫素電極上與畫像顯示部以外的區域，形成在掃描 

線的模擬電極端子上具有開口部的感光性樹脂圖案，選擇 

性去除上述開口部內的第二非晶質矽層、第一非晶質矽層 

、閘極絕緣層以及第一金屬層，而露出透明導電性的畫素 

電極與部分掃描線的工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成部分與 

上述保護絕緣層重疊的源極配線(信號線)、包含畫素電 

極形成部分與上述保護絕緣層重疊的汲極配線、包含上述 

透明導電性的部分掃描線形成掃描線的電極端子、在畫像
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顯示部以外的區域，對應於由部分信號線所構成的信號線

的電極端子形成掃描線與信號線的電極端子上的膜厚比其

定區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除一層以 

上之可陽極氧化的金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶 

質矽層，而形成掃描線與信號線的電極端子與源極汲極配 

線的工程、

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出源極・汲極 

配線的工程；及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極·汲極配線的 

工程。

22. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體 

的閘極電極的掃描線、兼作源極配線的信號線、連接於前 

述絕緣閘極型電晶體的汲極的畫素電極、以及與前述畫素 

電極隔著特定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配 

列成二維矩陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透 

明性絕緣基板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片 

之間塡充液晶而構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵 

爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線，形成保護絕緣層形成區域上的膜厚比
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其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

之側面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程 ；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式，形成由第二非 

晶質矽層與一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極( 

信號線)•汲極配線的工程；

和將在汲極配線上、在畫像顯示部以外的區域的掃描 

線的電極端子形成區域上以及由部分信號線所構成的信號 

線的電極端子上，分別具有開口部的透明樹脂層，被形成 

在上述第二透明性絕緣基板上的工程 ；

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層 

而露出部分掃描線的工程；及

將包含上述汲極配線上的開口部的導電性的畫素電極 

、以及包含掃描線上與信號線上之導電性的對向電極，形 

成在上述透明樹脂層上的工程 。

23. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上
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至少具有絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體 

的閘極電極的掃描線、兼作源極配線的信號線、連接於前 

述絕緣閘極型電晶體的汲極的畫素電極、及與前述畫素電 

極隔著特定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列 

成二維矩陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明 

性絕緣基板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之 

間塡充液晶而構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵爲 

具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層

，而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

與對向電極之側面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線的電極端子形成

-115-



1300873
(24)

區域形成開口部，選擇性去

矽層、第一非晶質矽層以及

線的工程；

被覆一層以上的第二金 

述保護絕緣層重疊的源極配 

素電極）、包含上述開口部 

像顯示部以外的區域形成由 

電極端子，形成信號線上的 

有機絕緣層圖案等工程；

以上述感光性有機絕緣 

第二金屬層、第二非晶質矽 

成掃描線與信號線的電極端 

；及

減少上述感光性有機絕 

與信號線之電極端子以及汲

24. 一種液晶顯示裝置 

至少具有絕緣閘極型電晶體 

的閘極電極的掃描線、兼作 

述絕緣閘極型電晶體的汲極 

電極隔著特定距離所形成的 

列成二維矩陣狀的第一透明 

明性絕緣基板相對的第二透 

之間塡充液晶而構成的液晶 

爲具有：

除上述開口部內的第二非晶質 

閘極絕緣層，而露出部分掃描

屬層後，形成對應於部分與上 

線（信號線）•汲極配線（畫 

形成掃描線的電極端子、在畫 

部分信號線所構成的信號線之 

膜厚比其它區域還厚的感光性

層圖案作爲遮罩，選擇性去除 

層以及第一非晶質矽層，而形 

子以及源極·汲極配線的工程

緣層圖案的膜厚，而露掃描線 

極配線的工程。

之製造方法，係於在一主面上

、兼作前述絕緣閘極型電晶體 

源極配線的信號線、連接於前 

的畫素電極、以及與前述畫素 

對向電極等等之單位畫素被配 

性絕緣基板；和與前述第一透 

明性絕緣基板或是彩色濾光片 

顯示裝置之製造方法，其特徵
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至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆：

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，而形成保護絕緣層形成區

域上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

減少已減少上述膜厚的感光性樹脂圖案的膜厚，而露 

出保護絕緣層的工程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層

，而露出第一非晶質矽層的工程；

上述感光性樹脂圖案去除後，在掃描線與對向電極之 

側面形成絕緣層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線的電極端子形成 

區域形成開口部，選擇性去除開口部內的第二非晶質矽層

、第一非晶質矽層以及閘極絕緣層，而露出部分掃描線的 

工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成對應部

分與上述保護絕緣層重疊的源極配線（信號線）•汲極配

線（畫素電極）、包含上述開口部形成掃描線的電極端子

、在畫像顯示部外的區域對應於由部分信號線所構成的信

號線的電極端子，形成掃描線與信號線的電極端子上的膜
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厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除可陽極

氧化的金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶質矽層，而

形成掃描線與信號線的電極端子以及源極・汲極配線的工

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚，而露出源極・汲極 

配線的工程；及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極·汲極配線的 

工程。

25. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體 

的閘極電極的掃描線、兼作源極配線的信號線、連接於前 

述絕緣閘極型電晶體的汲極的畫素電極、以及與前述畫素 

電極隔著特定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配 

列成二維矩陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透 

明性絕緣基板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片 

之間塡充液晶而構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵 

爲具有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序被覆： 

一層以上的第一金屬層、和一層以上的閘極絕緣層、不含 

雜質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成保護絕緣層形成區域 

上的膜厚比其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕
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緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層的 

工程；

在閘極電極上留下寬幅閘極電極還細的保護絕緣層， 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線 

與對向電極的側面形成絕緣層的工程 ；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式，形成由第二非 

晶質矽層與一層以上的第二金屬層的積層所構成的源極配 

線（信號線）•汲極配線（畫素電極）的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於第一透明性絕緣基板上 

形成在掃描線的電極端子形成區域上及由部分信號線所構 

成的信號線的電極端子上具有開口部的透明絕緣層的工程

；及

去除在上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣 

層，而露出部分掃描線的工程 。

26. 一種液晶顯示裝置之製造方法，係於在一主面上 

至少具有絕緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體 

的閘極電極的掃描線、兼作源極配線的信號線、連接於前 

述絕緣閘極型電晶體的汲極的畫素電極、與前述畫素電極 

隔著特定距離所形成的對向電極等等之單位畫素被配列成 

二維矩陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性
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絕緣基板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間

塡充液晶而構成的液晶顯示裝置之製造方法，其特徵爲具

有：

至少在第一透明性絕緣基板的一主面上，依序蝕刻： 

一層以上的第一金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜 

質的第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

對應於掃描線與對向電極，形成在閘極電極上、掃描 

線與信號線的交叉區域上、對向電極與信號線的交叉區域 

上以及對向電極與畫素電極的交叉區域上的膜厚比其它區 

域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，依序蝕刻：保護絕 

緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的工 

程；

在掃描線與對向電極的側面形成絕緣層的工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出保護絕緣層， 

去除掃描線上與對向電極上的保護絕緣層、第一非晶質矽 

層、閘極絕緣層，而露出掃描線與對向電極的工程 ；

進一步減少已減少膜厚的上述感光性樹脂圖案的膜厚 

，在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層， 

而露出第一非晶質矽層的工程；

全面被覆含雜質的第二非晶質矽層的工程；

被覆一層以上之可陽極氧化的金屬層後，形成部分與

上述保護絕緣層重疊的源極配線（信號線）•汲極配線（

畫素電極）、在畫像顯示部以外的區域包含部分掃描線形
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成掃描線的電極端子、對應於由部分信號線所構成的信號

線的電極端子，形成上述電極端子上的膜厚比其它區域還

厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩，選擇性去除可陽極 

氧化的金屬層、第二非晶質矽層以及第一非晶質矽層，而 

形成掃描線與信號線的電極端子以及源極·汲極配線的工 

程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚而露出源極・汲極配 

線的工程；及

保護上述電極端子，同時陽極氧化源極·汲極配線與 

對向電極的工程。

27. 如申請專利範圍第 17、18、19、20、21、22、

23、24、25以及26項所記載的液晶顯示裝置之製造方法 

，其中，形成在掃描線的側面的絕緣層爲有機絕緣層，係 

利用電鍍(electroplating)所形成。

28. 如申請專利範圍第 17、18、22、23、24、25以 

及26項所記載的液晶顯示裝置之製造方法，其中，第一 

金屬層是由可陽極氧化的金屬層所構成，形成在掃描線的 

側面的絕緣層是利用陽極氧化所形成。
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亲· （一）♦本案指定代表圖為：第2圖

（二）♦本代表圖之元件代表符號簡單說明：

2：主動式基板（玻璃基板），5：掃描線的電極端子、掃 

描線的一部分，6 :信號線的電極端子、信號線的一部分 

5A、6A :電極端子，1 1 :掃描線，1 1A ：閘極配線、閘極 

電極，12：信號線（源極配線、源極電極），21 :汲極電 

極（IPS型畫素電極），22 ：（透明導電性）畫素電極， 

30A :閘極絕緣層（第一 SiNx層），31A :（不含雜質之 

）第一非晶質矽層，32A、32D :第二 SiNx層，34A :（ 

可陽極氧化之）耐熱金屬層35A :（可陽極氧化之）低 

電阻金屬層（Al） ，36A：（可陽極氧化之）中間導電層

，33、33A ：（含雜質之）第二非晶質矽層，63A :（掃 

描線上的）開口部，66 :含雜質的氧化矽層，68 :陽極氧 

化層（氧化钛、Ti 02 ） ? 6 9 :陽極氧化層（氧化鋁、

A12O3 ） 70 :陽極氧化層（五氧化鉅、Ta?O5）73 :掃

描線的一部分，81A、81C：（以半色調曝光形成的）感光 

性樹脂圖案，83A、83B、83C：（供畫素電極形成的一般 

的）感光性樹脂圖案

捌-本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學 

式：
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上的第一金屬層所構成，且其側面具有絕緣層的掃描線，

在閘極電極上形成一層以上的閘極絕緣層與不含雜質

的第一半導體層，

在上述第一半導體層上形成寬幅比閘極電極還細的保 

護絕緣層，

在上述保護絕緣層之一部分上、第一半導體層上及第 

一透明性絕緣基板上，形成由含雜質的第二半導體層與一 

層以上的第二金屬層的積層所構成的源極（信號線）•汲 

極配線，

於第一透明性絕緣基板上形成在上述汲極配線上以及 

掃描線與信號線的電極端子形成區域上具有開口部的透明 

樹脂層，

去除上述掃描線的電極端子形成區域上的閘極絕緣層

包含上述開口部的導電性畫素電極、和包含掃描線上 

與信號線上的導電性對向電極，是形成在上述透明樹脂層 

上°

11.-種液晶顯示裝置，係於在一主面上至少具有絕 

緣閘極型電晶體、兼作前述絕緣閘極型電晶體的閘極電極 

之掃描線、兼作源極配線之信號線、連接於前述絕緣閘極 

型電晶體的汲極之畫素電極、以及與前述畫素電極隔著特 

定距離所形成的對向電極等等之·單位畫素被配列成二維矩 

陣狀的第一透明性絕緣基板；和與前述第一透明性絕緣基 

板相對的第二透明性絕緣基板或是彩色濾光片之間塡充液
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一層以上的金屬層、一層以上的閘極絕緣層、不含雜質的

第一非晶質矽層以及保護絕緣層的工程；

形成對應於掃描線的保護絕緣層形成區域上的膜厚比

其它區域還厚的感光性樹脂圖案的工程；

以上述感光性樹脂圖案作爲遮罩而依序蝕刻上述保護 

絕緣層、第一非晶質矽層、閘極絕緣層以及第一金屬層的 

工程；

減少上述感光性樹脂圖案的膜厚露出保護絕緣層的工 

程；

在閘極電極上留下寬幅比閘極電極還細的保護絕緣層 

而露出第一非晶質矽層的工程；

減少膜厚的上述感光性樹脂圖案被去除後，在掃描線

之側面形成絕緣層的工程；

在全面覆蓋含雜質的第二非晶質矽層的工程；

在畫像顯示部以外的區域，於掃描線的電極端子形成 

區域形成開口部並選擇性去除開口部內的第二非晶質矽層

、第一非晶質矽層以及閘極絕緣層而露出部分掃描線的工 

程；

以部分與上述保護絕緣層重疊的方式，形成由第二非 

晶質矽層、一層以上的可陽極氧化的金屬層的積層所構成 

的源極（信號線）•汲極配線、和包含上述開口部而形成 

由第二非晶質矽層、一層以上的可陽極氧化的金屬層的積 

層所構成的掃描線的電極端子的工程；

在上述第一透明性絕緣基板之一部分上與汲極配線上
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